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(54) Bezeichnung: Darstellungsvorrichtung, die leitfahige Muster mit reduzierter Darstellungselementiiberlappung

hat

(57) Hauptanspruch:
zeichnet durch:

ein Substrat (SUB), das einen Pixelbereich (PXA) und
einen peripheren Bereich (PPA) beinhaltet;

eine Vielzahl von Pixeln (PXL), die in dem Pixelbereich
(PXA) des Substrats (SUB) angeordnet ist, wobei jedes
der Vielzahl von Pixeln (PXL) ein lichtemittierendes Ele-
ment beinhaltet;

Datenleitungen und Abtastleitungen, die mit jedem der
Vielzahl von Pixeln (PXL) elektrisch verbunden sind; und
eine Stromleitungsanordnung (PL), die so konfiguriert ist,
dass sie der Vielzahl von Pixeln (PXL) Strom zufihrt,
wobei die Stromleitungsanordnung durch eine zweite leit-
fahige Schicht (PL2) gekennzeichnet ist,

wobei die zweite leitfahige Schicht (PL2) der Stromlei-
tungsanordnung durch Folgendes gekennzeichnet ist:
eine Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1); und
eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen (CL2), die
die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1) schnei-
det, wobei die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
(CL2) jeweils in einem Bereich zwischen benachbarten
lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von Pixeln
(PXL) angeordnet ist, ohne Anoden der lichtemittierenden
Elemente zu Gberlappen, und

wobei sich mindestens einige Abschnitte der Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen in einer Richtung schrag zu
einer Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder der
Abtastleitungen erstrecken;

wobei die ersten leitfahigen Leitungen (CL1) und die zwei-
ten leitfahigen Leitungen (CL2) elektrisch miteinander ver-
bunden sind,

wobei die zweite leitfahige Schicht (PL2) einen Netzverlauf
hat und

dadurch gekennzeichnet, dass

sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1) in
einer Richtung parallel zu der Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen erstreckt; oder

Darstellungsvorrichtung, gekenn-

sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1)
und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen (CL2)
in einer Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung
der Datenleitungen oder einer Erstreckungsrichtung der
Abtastleitungen erstrecken.
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Beschreibung

[0001] Eine Ausflhrungsform der vorliegenden
Erfindung betrifft eine Darstellungsvorrichtung und
insbesondere eine Darstellungsvorrichtung, die leit-
fahige Muster mit reduzierter Darstellungselement-
Uberlappung hat.

[0002] Eine Darstellungsvorrichtung beinhaltet eine
Vielzahl von Pixeln, die jeweils ein Darstellungsele-
ment beinhalten. In jedem der Pixel sind Verdrah-
tungsleitungen und mindestens ein mit den Verdrah-
tungsleitungen verbundener Transistor angeordnet,
um die Darstellungsvorrichtung zu betreiben.

[0003] Der Transistor ist elektrisch mit dem Darstel-
lungselement verbunden und der Transistor kann
das Darstellungselement mithilfe von Signalen
betreiben, die von den Verdrahtungsleitungen zuge-
fuhrt sind.

[0004] Mindestens einige dieser Verdrahtungslei-
tungen kénnen die fiur das Darstellen eines Bildes
verantwortlichen Darstellungselemente (berlappen.
Obwohl die Verdrahtungsleitungen hinter dem Dar-
stellungselement angeordnet sein kénnen, kénnen
Verdrahtungsleitungen, die hinter dem Darstellungs-
element angeordnet sind, unter dem Darstellungs-
element eine Stufendifferenz bilden. Die Stufendiffe-
renz bewirkt eine Oberflachenuneinheitlichkeit des
Darstellungselements. Die Oberflachenuneinheit-
lichkeit des Darstellungselements kann eine Weil3-
winkelabhangigkeit (white angle dependency
WAD) gemaf einem Blickwinkel der Darstellungsvor-
richtung erzeugen.

[0005] Eine Darstellungsvorrichtung beinhaltet ein
Substrat, das einen Pixelbereich und einen periphe-
ren Bereich beinhaltet. Eine Vielzahl von Pixeln ist in
dem Pixelbereich des Substrats angeordnet. Jeder
der Vielzahl von Pixeln beinhaltet ein lichtemittieren-
des Element. Datenleitungen und Abtastleitungen
sind mit jedem der Vielzahl von Pixeln verbunden.
Eine Stromleitung ist so konfiguriert, dass sie der
Vielzahl von Pixeln Strom zufiihrt. Die Stromleitung
beinhaltet eine Vielzahl von ersten leitfahigen Leitun-
gen und eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitun-
gen, die die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
schneidet. Die Vielzahl von zweiten leitfahigen Lei-
tungen ist in einem Bereich zwischen benachbarten
lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von Pixeln
angeordnet. Mindestens einige der Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen erstrecken sich in
einer Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung
der Datenleitungen oder der Abtastleitungen.

[0006] Eine Darstellungsvorrichtung beinhaltet ein
Substrat, das einen Pixelbereich und einen periphe-
ren Bereich hat. Eine Vielzahl von Pixeln ist in dem
Pixelbereich des Substrats angeordnet und jedes der
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Vielzahl von Pixeln beinhaltet mindestens einen
Transistor und ein lichtemittierendes Element, das
mit dem Transistor verbunden ist. Es sind Datenlei-
tungen und Abtastleitungen mit der Vielzahl von
Pixeln verbunden. Eine Stromleitung ist so konfigu-
riert, dass sie der Vielzahl von Pixeln Strom zuflihrt.
Der Transistor beinhaltet ein aktives Muster, das auf
dem Substrat angeordnet ist, und eine Source-Elekt-
rode und eine Drain-Elektrode, die mit dem aktiven
Muster verbunden sind. Die Gate-Elektrode ist auf
dem aktiven Muster mit einer dazwischen positionier-
ten Gate-Isolierschicht angeordnet. Eine Zwischen-
isolierschicht bedeckt die Gate-Elektrode und bein-
haltet eine erste Zwischenisolierschicht, eine zweite
Zwischenisolierschicht und eine dritte Zwischeniso-
lierschicht, die nacheinander laminiert sind. Die
Stromleitung beinhaltet eine erste leitfahige Schicht,
die sich parallel zu den Datenleitungen erstreckt und
auf der zweiten Zwischenisolierschicht angeordnet
ist, und eine zweite leitfahige Schicht, die auf der drit-
ten Zwischenisolierschicht angeordnet und mit der
ersten leitfdhigen Schicht durch ein Kontaktloch ver-
bunden ist, das durch die dritte Zwischenisolier-
schicht passiert. Die zweite leitfahige Schicht bein-
haltet erste leitfahige Leitungen, die sich in einer
ersten Richtung erstrecken, und zweite leitfahige Lei-
tungen, die die ersten leitfahigen Leitungen schnei-
den, die in einem Bereich zwischen benachbarten
lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von Pixeln
angeordnet sind. Mindestens ein Teil der lichtemit-
tierenden Elemente der Vielzahl von Pixeln erstreckt
sich in einer Richtung schrag zu einer Erstreckungs-
richtung der Datenleitungen oder der Abtastleitun-
gen.

[0007] Eine Darstellungsvorrichtung beinhaltet ein
Substrat, das einen Pixelbereich und einen periphe-
ren Bereich hat. Eine Vielzahl von Pixeln ist in dem
Pixelbereich des Substrats angeordnet und jeder der
Vielzahl von Pixeln beinhaltet ein lichtemittierendes
Element. Es sind Datenleitungen und Abtastleitun-
gen mit der Vielzahl von Pixeln verbunden. Eine
erste Stromleitung ist elektrisch mit einer ersten
Elektrode des lichtemittierenden Elements der Viel-
zahl von Pixeln verbunden. Eine zweite Stromleitung
ist mit einer zweiten Elektrode des lichtemittierenden
Elements der Vielzahl von Pixeln verbunden. Die
erste Stromleitung beinhaltet erste leitfahige Leitun-
gen, die sich in einer Richtung erstrecken, und zweite
leitfahige Leitungen, die die ersten leitfahigen Leitun-
gen kreuzen und in einem Bereich zwischen benach-
barten lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von
Pixeln angeordnet sind. Mindestens eine der Vielzahl
von zweiten leitfahigen Leitungen erstreckt sich in
einer Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung
der Datenleitungen oder der Abtastleitungen.

[0008] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung bereitgestellt, umfassend:
ein Substrat, das einen Pixelbereich und einen peri-
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pheren Bereich beinhaltet; eine Vielzahl von Pixeln,
die in dem Pixelbereich des Substrats angeordnet
sind, wobei jedes der Vielzahl von Pixeln ein licht-
emittierendes Element beinhaltet; Datenleitungen
und Abtastleitungen, die mit jedem der Vielzahl von
Pixeln verbunden sind; und eine Stromleitung, die so
konfiguriert ist, dass sie der Vielzahl von Pixeln
Strom zufiihrt, wobei die Stromleitung Folgendes
umfasst: eine Vielzahl von ersten leitfahigen Leitun-
gen; und eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitun-
gen, die die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
schneidet, wobei die Vielzahl von zweiten leitfahigen
Leitungen in einem Bereich zwischen benachbarten
lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von Pixeln
angeordnet sind, wobei sich mindestens einige der
Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen in einer
Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen oder der Abtastleitungen erstrecken.

[0009] In einigen Ausflihrungsformen erstreckt sich
jede der Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen in
einer Richtung parallel zu der Erstreckungsrichtung
der Datenleitungen oder der Abtastleitungen.

[0010] In einigen Ausfiihrungsformen umfasst die
Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen eine Viel-
zahl von Einheiten von leitfahigen Mustern, die mit-
einander verbunden sind.

[0011] In einigen Ausfihrungsformen umfasst die
Vielzahl von Einheiten von leitfahigen Mustern Fol-
gendes: ein erstes leitfahiges Muster, das eine der
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen schneidet;
ein zweites leitfahiges Muster, das sich in einer Rich-
tung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der Viel-
zahl von ersten leitfahigen Leitungen erstreckt und
dessen eines Ende mit einem Ende des ersten leit-
fahigen Musters verbunden ist; ein drittes leitfahiges
Muster, dessen eines Ende mit dem anderen Ende
des zweiten leitfahigen Musters verbunden ist; und
ein viertes leitfahiges Muster, dessen eines Ende
mit dem anderen Ende des dritten leitfahigen Mus-
ters verbunden ist und dessen anderes Ende mit
dem anderen Ende eines ersten leitfahigen Musters
einer benachbarten Einheit von leitfahigen Mustern
verbunden ist.

[0012] In einigen Ausfiihrungsformen erstreckt sich
das dritte leitfahige Muster parallel zu dem ersten
leitfahigen Muster.

[0013] In einigen Ausflihrungsformen erstreckt sich
das vierte leitfahige Muster in einer Richtung, die die
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen, das erste
leitfahige Muster, das zweite leitfahige Muster und
das dritte leitfahige Muster schneidet.

[0014] In einigen Ausfihrungsformen erstreckt sich
die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen und die
Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen in einer
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Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen oder einer Erstreckungsrichtung der
Abtastleitungen.

[0015] In einigen Ausfiihrungsformen sind die Viel-
zahl von ersten leitfahigen Leitungen und die Vielzahl
von zweiten leitfahigen Leitungen in einem Bereich
zwischen den benachbarten lichtemittierenden Ele-
menten der Vielzahl von Pixeln angeordnet und
wobei die lichtemittierenden Elemente der Vielzahl
von Pixeln in einem Bereich angeordnet sind, der
durch die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
gebildet ist.

[0016] In einigen Ausfiihrungsformen sind mindes-
tens zwei lichtemittierende Elemente der Vielzahl
von Pixeln in einem Bereich angeordnet, der durch
die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen und
die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen gebil-
det ist.

[0017] In einigen Ausfiihrungsformen Uberlappen
Kanten mindestens einiger der lichtemittierenden
Elemente der Vielzahl von Pixeln die Vielzahl von
ersten leitfahigen Leitungen oder die Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen.

[0018] In einigen Ausflhrungsformen umfasst jedes
der Vielzahl von Pixeln mindestens einen Transistor
und der Transistor umfasst Folgendes: ein aktives
Muster, das auf dem Substrat angeordnet ist; eine
Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode, die mit
dem aktiven Muster verbunden sind; eine Gate-
Elektrode, die auf dem aktiven Muster angeordnet
ist, mit einer dazwischen positionierten Gate-Isolier-
schicht; und eine Zwischenisolierschicht, die die
Gate-Elektrode bedeckt und eine erste Zwischeniso-
lierschicht, eine zweite Zwischenisolierschicht und
eine dritte Zwischenisolierschicht beinhaltet, die
nacheinander laminiert sind.

[0019] In einigen Ausflhrungsformen umfasst jedes
der Vielzahl von Pixeln ferner einen Speicherkonden-
sator und der Speicherkondensator umfasst eine
untere Elektrode, die in einer gleichen Schicht wie
die Gate-Elektrode angeordnet ist, und eine obere
Elektrode, die auf der ersten Zwischenisolierschicht
angeordnet ist.

[0020] In einigen Ausfiuihrungsformen umfasst die
Darstellungsvorrichtung  ferner eine leitfahige
Schicht, die sich parallel zu der Datenleitung
erstreckt und auf der zweiten Zwischenisolierschicht
angeordnet ist,

wobei die Stromleitung auf der dritten Zwischeniso-
lierschicht angeordnet ist und mit der leitfahigen
Schicht durch ein Kontaktloch verbunden ist, das
durch die dritte Zwischenisolierschicht passiert.



DE 20 2017 007 724 U1

[0021] In einigen Ausflhrungsformen umfassen die
lichtemittierenden Elemente der Vielzahl von Pixeln
jeweils eine erste Elektrode, eine zweite Elektrode
und eine Emissionsschicht, die zwischen der ersten
Elektrode und der zweiten Elektrode angeordnet ist,
und wobei die Stromleitung elektrisch mit der ersten
Elektrode verbunden ist und der ersten Elektrode
eine Spannung zufiihrt, die héher als eine der zwei-
ten Elektrode zugeflhrte Spannung ist.

[0022] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung bereitgestellt, umfassend:
ein Substrat, das einen Pixelbereich und einen peri-
pheren Bereich beinhaltet; eine Vielzahl von Pixeln,
die in dem Pixelbereich des Substrats angeordnet ist
und wobei jedes der Vielzahl von Pixeln mindestens
einen Transistor und ein lichtemittierendes Element
beinhaltet, das mit dem Transistor verbunden ist;
Datenleitungen und Abtastleitungen, die mit der Viel-
zahl von Pixeln verbunden sind; und eine Stromlei-
tung, die so konfiguriert ist, dass sie der Vielzahl
von Pixeln Strom zufiihrt, wobei der Transistor Fol-
gendes umfasst: ein aktives Muster, das auf dem
Substrat angeordnet ist; eine Source-Elektrode und
eine Drain-Elektrode, die mit dem aktiven Muster ver-
bunden sind, mit einer dazwischen positionierten
Gate-Isolierschicht; und eine Zwischenschicht, die
die Gate-Elektrode bedeckt und eine erste Zwi-
schenisolierschicht, eine zweite Zwischenisolier-
schicht und eine dritte Zwischenisolierschicht bein-
haltet, die nacheinander laminiert sind, wobei die
Stromleitung Folgendes umfasst: eine erste leitfa-
hige Schicht, die sich parallel zu den Datenleitungen
erstreckt und auf der zweiten Zwischenisolierschicht
angeordnet ist; und eine zweite leitfahige Schicht, die
auf der dritten Zwischenisolierschicht angeordnet
und mit der ersten leitfahigen Schicht durch ein Kon-
taktloch verbunden ist, das durch die dritte Zwischen-
isolierschicht passiert, und wobei die zweite leitfa-
hige Schicht Folgendes umfasst: erste leitfahige
Leitungen, die sich in einer ersten Richtung erstre-
cken; und zweite leitfahige Leitungen, die die ersten
leitfahigen Leitungen schneiden, die in einem
Bereich zwischen benachbarten lichtemittierenden
Elementen der Vielzahl von Pixeln angeordnet sind,
wobei sich mindestens einige der lichtemittierenden
Elemente der Vielzahl von Pixeln in einer Richtung
schrag zu einer Erstreckungsrichtung der Datenlei-
tungen oder der Abtastleitungen erstrecken.

[0023] In einigen Ausfiihrungsformen umfasst jedes
der Vielzahl von Pixeln ferner einen Speicherkonden-
sator und wobei der Speicherkondensator eine
untere Elektrode umfasst, die in einer gleichen
Schicht wie die Gate-Elektrode angeordnet ist, und
eine obere Elektrode, die auf der ersten Zwischen-
isolierschicht angeordnet ist.

[0024] In einigen Ausflihrungsformen erstrecken
sich die ersten leitfahigen Leitungen in einer Rich-
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tung parallel zu einer Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen oder der Abtastleitungen.

[0025] In einigen Ausflihrungsformen umfassen die
zweiten leitfahigen Leitungen eine Vielzahl von Ein-
heiten von leitfahigen Mustern, die miteinander ver-
bunden sind, wobei jede der Vielzahl von Einheiten
von leitfahigen Mustern folgendes umfasst: ein ers-
tes leitfahiges Muster, das eine der ersten leitfahigen
Leitungen schneidet; ein zweites leitfahiges Muster,
das sich in einer Richtung schrag zu einer Erstre-
ckungsrichtung der ersten leitfdhigen Leitung
erstreckt und ein Ende davon hat, das mit einem
Ende des ersten leitfahigen Musters verbunden ist;
ein drittes leitfahiges Muster, das ein Ende davon
hat, das mit dem anderen Ende des zweiten leitfahi-
gen Musters verbunden ist; und ein viertes leitfahiges
Muster, das ein Ende hat, das mit dem anderen Ende
des dritten leitfahigen Musters und das andere Ende
davon mit dem anderen Ende eines ersten leitfahi-
gen Musters einer benachbarten Einheit von leitfahi-
gen Mustern der Vielzahl von Einheiten von leitfahi-
gen Mustern verbunden ist.

[0026] In einigen Ausfiihrungsformen erstreckt sich
das dritte leitfahige Muster parallel zu dem ersten
leitfahigen Muster und wobei sich das vierte leitfa-
hige Muster in einer Richtung erstreckt, die die
erste leitfahige Leitung, das erste leitfahige Muster,
das zweite leitfahige Muster und das dritte leitfahige
Muster schneidet.

[0027] In einigen Ausfiihrungsformen erstrecken die
ersten leitfahigen Leitungen und die zweiten leitfahi-
gen Leitungen in einer Richtung schrag zu einer
Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder der
Abtastleitungen.

[0028] In einigen Ausfiihrungsformen sind die ers-
ten leitfahigen Leitungen und die zweiten leitfahigen
Leitungen in einem Bereich zwischen den benach-
barten lichtemittierenden Elementen angeordnet
und wobei die lichtemittierenden Elemente in einem
Bereich angeordnet sind, der durch die ersten leitfa-
higen Leitungen und die zweiten leitfahigen Leitun-
gen gebildet ist.

[0029] In einigen Ausfuhrungsformen sind mindes-
tens zwei lichtemittierende Elemente der Vielzahl
von Pixeln in einem Bereich angeordnet, der durch
die ersten leitfahigen Leitungen und die zweiten leit-
fahigen Leitungen gebildet ist.

[0030] In einigen Ausflihrungsformen Uberlappen
Kanten mindestens eines Teils der lichtemittierenden
Elemente der Vielzahl von Pixeln die Vielzahl von
ersten leitfahigen Leitungen oder die Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen.
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[0031] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung bereitgestellt, umfassend:
ein Substrat, das einen Pixelbereich und einen peri-
pheren Bereich beinhaltet; eine Vielzahl von Pixeln,
die in dem Pixelbereich des Substrats angeordnet
sind, wobei jedes der Vielzahl von Pixeln ein licht-
emittierendes Element beinhaltet; Datenleitungen
und Abtastleitungen, die mit der Vielzahl von Pixeln
verbunden sind; eine erste Stromleitung, die elekt-
risch mit einer ersten Elektrode des lichtemittieren-
den Elements der Vielzahl von Pixeln verbunden ist;
und eine zweite Stromleitung, die mit einer zweiten
Elektrode des lichtemittierenden Elements der Viel-
zahl von Pixeln verbunden ist, wobei die erste Strom-
leitung Folgendes umfasst: erste leitfahige Leitun-
gen, die sich in einer Richtung erstrecken; und
zweite leitfahige Leitungen, die die ersten leitfahigen
Leitungen kreuzen und in einem Bereich zwischen
benachbarten lichtemittierenden Elementen der Viel-
zahl von Pixeln angeordnet sind, wobei sich mindes-
tens eine der zweiten leitfahigen Leitungen in einer
Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen oder der Abtastleitungen erstreckt.

[0032] In einigen Ausflihrungsformen erstrecken
sich die ersten leitfahigen Leitungen parallel zu der
Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder der
Abtastleitungen und wobei die zweiten leitfahigen
Leitungen eine Vielzahl von Einheiten von leitfahigen
Mustern umfassen, die miteinander verbunden sind,
und wobei die Vielzahl von Einheiten von leitfahigen
Mustern Folgendes umfassen: ein erstes leitfahiges
Muster, das eine der ersten leitfahigen Leitungen
schneidet; ein zweites leitfahiges Muster, das sich
in einer Richtung schrag zu einer Erstreckungsrich-
tung der ersten leitfahigen Leitung erstreckt und ein
Ende davon hat, das mit einem Ende des ersten leit-
fahigen Musters verbunden ist; ein drittes leitfahiges
Muster, das ein Ende davon hat, das mit dem ande-
ren Ende des zweiten leitfahigen Musters verbunden
ist; und ein viertes leitfahiges Muster, das ein Ende
hat, das mit dem anderen Ende des dritten leitfahi-
gen Musters und das andere Ende davon mit dem
anderen Ende eines ersten leitfahigen Musters
einer benachbarten Einheit von leitfahigen Mustern
verbunden ist.

[0033] In einigen Ausflihrungsformen erstreckt sich
das dritte leitfahige Muster parallel zu dem ersten
leitfahigen Muster und wobei sich das vierte leitfa-
hige Muster in einer Richtung erstreckt, die eine
Erstreckungsrichtung der ersten leitfahigen Leitung,
das erste leitfahige Muster, das zweite leitfahige
Muster und das dritte leitfahige Muster schneidet.

[0034] In einigen Ausflihrungsformen erstrecken die
ersten leitfahigen Leitungen und die zweiten leitfahi-
gen Leitungen in einer Richtung schrag zu einer
Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder der
Abtastleitungen.
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[0035] In einigen Ausfuhrungsformen sind die ers-
ten leitfahigen Leitungen und die zweiten leitfahigen
Leitungen in einem Bereich zwischen den benach-
barten lichtemittierenden Elementen angeordnet
und erstrecken sich in einer Richtung schrdg zu
einer Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder
der Abtastleitungen.

[0036] In einigen Ausfihrungsformen sind mindes-
tens zwei lichtemittierende Elemente in einem
Bereich angeordnet, der durch die ersten leitfahigen
Leitungen und die zweiten leitfahigen Leitungen
gebildet ist.

[0037] In einigen Ausflihrungsformen Uberlappen
Kanten mindestens eines Teils der lichtemittierenden
Elemente der Vielzahl von Pixeln die Vielzahl von
ersten leitfahigen Leitungen oder die Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen.

[0038] In einigen Ausfiihrungsformen umfasst jedes
der Vielzahl von Pixeln mindestens einen Transistor
und der Transistor umfasst Folgendes: ein aktives
Muster, das auf dem Substrat angeordnet ist; eine
Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode, die mit
dem aktiven Muster verbunden sind; eine Gate-
Elektrode, die auf dem aktiven Muster angeordnet
ist, mit einer dazwischen positionierten Gate-Isolier-
schicht; und eine Zwischenisolierschicht, die die
Gate-Elektrode bedeckt und eine erste Zwischeniso-
lierschicht, eine zweite Zwischenisolierschicht und
eine dritte Zwischenisolierschicht beinhaltet, die
nacheinander laminiert sind.

[0039] In einigen Ausfuhrungsformen umfasst die
Darstellungsvorrichtung ferner eine sich parallel zu
der Datenleitung erstreckende und auf der zweiten
Zwischenisolierschicht ~ angeordnete  leitfahige
Schicht, wobei die Stromleitung auf der dritten Zwi-
schenisolierschicht angeordnet ist und durch ein
Kontaktloch, das durch die dritte Zwischenisolier-
schicht passiert, mit der leitfahigen Schicht verbun-
den ist.

[0040] In einigen Ausfihrungsformen flihrt die erste
Stromleitung einen ersten Strom zu, flhrt die zweite
Stromleitung einen zweiten Strom zu und eine Span-
nung des ersten Stroms ist gréf3er als eine Spannung
des zweiten Stroms.

[0041] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung wie in Anspruch 1 dargelegt
bereitgestellt. Bevorzugte Merkmale sind in den
Ansprichen 2 bis 6 dargelegt.

[0042] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung wie in Anspruch 7 dargelegt
bereitgestellt. Bevorzugte Merkmale sind in den
Ansprichen 8 bis 11 dargelegt.
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[0043] Gemal einem Aspekt der Erfindung ist eine
Darstellungsvorrichtung wie in Anspruch 12 darge-
legt bereitgestellt. Bevorzugte Merkmale sind in den
Ansprichen 13 bis 16 dargelegt.

[0044] Ausflhrungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung werden nachfolgend anhand der beigeflig-
ten Zeichnungen naher beschrieben; die Ausfiih-
rungsbeispiele kénnen jedoch in verschiedenen For-
men gebildet sein und sollten nicht als auf die hierin
beschriebenen Ausfiihrungsformen beschrankt aus-
gelegt werden. Vielmehr sind diese Ausfuhrungsfor-
men so bereitgestellt, dass diese Offenbarung griind-
lich und vollstdndig ist und dem Fachmann den
Anwendungsbereich der Ausflihrungsbeispiele voll-
standig vermittelt.

[0045] In den Zeichnungsfiguren koénnen die
Abmessungen fiir eine eindeutige Veranschauli-
chung ubertrieben sein. Es versteht sich, dass,
wenn ein Element als ,zwischen“ zwei Elementen
bezeichnet wird, es das einzige Element zwischen
den beiden Elementen sein kann oder es koénnen
auch ein oder mehrere Zwischenelemente vorhan-
den sein. Gleiche Bezugszeichen beziehen sich
durchgangig in der Anmeldung und den Figuren auf
gleiche Elemente.

Fig. 1 ist eine Draufsicht, die eine Darstellungs-
vorrichtung gemaR einem Ausflhrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das Pixel und
einen Treiber gemal einem Ausfuhrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht;

Fig. 3 ist ein &quivalentes Schaltkreisdiagramm,
das eine Ausfuhrungsform des Pixels von Fig. 2
veranschaulicht;

Fig. 4 ist eine Draufsicht, die speziell das Pixel
aus Fig. 3 veranschaulicht;

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Leitung I-I' von Fig. 4;

Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Leitung II-II' von Fig. 4;

Fig. 7 ist eine Draufsicht auf die Wirkmuster von
Fig. 2 bis 6;

Fig. 8 ist eine Draufsicht, die die Abtastleitun-
gen, die Emissionssteuerleitungen und die
untere Elektrode des Speicherkondensators
von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht;

Fig. 9 ist eine Draufsicht, die die Initialisie-
rungsstromleitung und die obere Elektrode des
Speicherkondensators von Fig. 2 bis 6 veran-
schaulicht;

Fig. 10 ist eine Draufsicht, die die Datenleitun-
gen, die Verbindungsleitung, die Hilfsverbin-
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dungsleitung und die erste leitfahige Schicht
und das erste Brickenmuster der Stromleitung
von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht;

Fig. 11 ist eine Draufsicht, die die zweite leitfa-
hige Schicht und das zweite Brickenmuster der
Stromleitung von. Fig. 2 bis 6 veranschaulicht;
und

Fig. 12 ist eine Draufsicht, die die organische
lichtemittierende Diode (organic light emitting
diode - OLED) von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht;

Fig. 13 ist eine Draufsicht, die die zweite leitfa-
hige Schicht und das zweite Briickenmuster der
Stromleitung und der OLED von Fig. 11 und 12
veranschaulicht;

Fig. 14 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Briickenmuster und
eine  OLED einer Darstellungsvorrichtung
gemaly einem Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht;

Fig. 15 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Briuckenmuster und
eine  OLED einer Darstellungsvorrichtung
gemaly einem Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht; und

Fig. 16 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Briuckenmuster und
eine  OLED einer Darstellungsvorrichtung
gemal einem Ausfuhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht.

[0046] Die vorliegende Erfindung kann variabel
modifiziert sein und verschiedene Ausflihrungsfor-
men haben, von denen besondere Beispiele in
Zeichnungen dargestellt und detailliert beschrieben
werden. Es versteht sich jedoch, dass die vorlie-
gende Erfindung nicht auf eine bestimmte offenbarte
Form beschrankt ist, sondern alle Modifikationen,
Aquivalente und Substitutionen beinhaltet, ohne von
dem Anwendungsbereich und Geist der Offenbarung
abzuweichen.

[0047] In beschreibenden Zeichnungen beziehen
sich gleiche Zahlen auf gleiche Elemente. Zum Ver-
deutlichen der vorliegenden Erfindung kénnen in den
beigefligten Zeichnungen die Abmessungen von
Konstruktionen Ubertrieben dargestellt sein. Wah-
rend Begriffe wie ,erste” und ,zweite* usw. verwendet
werden kdnnen, um verschiedene Komponenten zu
beschreiben, sollten derartige Komponenten nicht
als auf die obigen Begriffe beschrankt verstanden
werden. Die obigen Begriffe werden verwendet, um
eine Komponente von einer anderen abzugrenzen.

[0048] Es versteht sich, dass, wenn ein Element,
wie etwa eine Schicht, ein Film, ein Bereich oder
ein Substrat, als ,auf* einem anderen Element
befindlich bezeichnet wird, es sich direkt auf dem
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anderen Element befinden kann oder auch dazwi-
schenliegende Elemente vorhanden sein kénnen.

[0049] Ausflhrungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachstehend unter Bezugnahme auf
die beigeflgten Zeichnungen detaillierter beschrie-
ben.

[0050] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die eine Darstel-
lungsvorrichtung gemaf einem Ausfiihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0051] Bezugnehmend auf Fig. 1 kann die Darstel-
lungsvorrichtung ein Substrat (substrate - SUB), auf
dem Substrat SUB angeordnete Pixel PXL, einen auf
dem Substrat SUB angeordneten Treiber zum Betrei-
ben der Pixel PXL und eine Verdrahtungsleitungsein-
heit zum Verbinden der Pixel PXL und des Treibers
beinhalten.

[0052] Das Substrat SUB kann einen Pixelbereich
(pixel region - PXA) und einen peripheren Bereich
(peripheral region - PPA) beinhalten. In dem Pixelbe-
reich PXA sind die ein Bild darstellenden Pixel PXL
bereitgestellt. Die Pixel PXL werden spater beschrie-
ben. In dem peripheren Bereich PPA sind die Pixel
PXL nicht angeordnet. Daher wird das Bild nicht auf
dem peripheren Bereich PPA dargestellt. In dem
peripheren Bereich PPA kdnnen der Treiber zum
Ansteuern der Pixel PXL und ein Teil einer Verdrah-
tungsleitung zum Verbinden der Pixel PXL und des
Treibers angeordnet sein. Der periphere Bereich
PPA kann einer Einfassung in der finalen Darstel-
lungsvorrichtung entsprechen. Eine Breite der Ein-
fassung kann gemaR einer Breite des peripheren
Bereichs PPA bestimmt werden.

[0053] Der Pixelbereich PXA kann verschiedene
Verlaufe haben. Zum Beispiel kann der Pixelbereich
PXA ein geschlossenes Polygon, wie ein Quadrat
oder Rechteck, ein Kreis oder eine Ellipse, ein Halb-
kreis oder eine Halbellipse sein. Der Pixelbereich
PXA kann einen beliebigen geschlossenen Verlauf
aufweisen, der gerade und/oder gekrimmte Seiten
hat. Wenn der Pixelbereich PXA eine Vielzahl von
Bereichen beinhaltet, kann jeder der Bereiche auch
ein geschlossenes Polygon sein, wie ein Quadrat
oder Rechteck, ein Kreis oder eine Ellipse, ein Halb-
kreis oder eine Halbellipse oder ein anderer
geschlossener Verlauf, der gerade und/oder
gekrimmte Seiten beinhaltet. Zusatzlich kdnnen
Bereiche der Vielzahl von Bereichen untereinander
gleich oder voneinander verschieden sein.

[0054] Gemal diesem Ansatz ist der Pixelbereich
PXA als quadratischer Bereich, der gerade Seiten
beinhaltet, veranschaulicht.

[0055] Der periphere Bereich PPA kann auf mindes-
tens einer Seite des Pixelbereichs PXA angeordnet

7/43

2025.07.03

sein. Gemal einem Ausflhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung kann der periphere Bereich PPA
den Pixelbereich PXA umgeben. Gemal einem Aus-
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann
der periphere Bereich PPA horizontale Einheiten,
die sich in einer Breitenrichtung erstrecken, und ver-
tikale Einheiten, die sich in einer Langsrichtung
erstrecken, beinhalten. In dem peripheren Bereich
PPA kénnen zwei in der Breitenrichtung voneinander
separierte vertikale Einheiten angeordnet sein.

[0056] Die Pixel PXL kénnen in dem auf dem Sub-
strat SUB ausgebildeten Pixelbereich PXA angeord-
net sein. Jeder der Vielzahl von Pixeln PXL kann eine
Minimaleinheit sein, die ein Bild darstellt. Die Pixel
PXL kénnen organische lichtemittierende Dioden
(OLED) beinhalten, die WeiRlichtkomponenten
und/oder Farblichtkomponenten emittieren. Jedes
der Pixel PXL kann rotes Licht, griines Licht oder
blaues Licht emittieren. Die vorliegende Erfindung
ist jedoch nicht darauf beschrankt. Zum Beispiel
kann das Pixel PXL cyanfarbenes Licht, magentafar-
benes Licht, gelbes Licht oder weil3es Licht emittie-
ren.

[0057] Die Vielzahl von Pixeln PXL kann in einer
Matrix angeordnet sein, die Zeilen, die sich in einer
ersten Richtung (first direction - DR1) erstrecken,
und Spalten, die sich in einer zweiten Richtung
(second direction - DR2) erstrecken, die die erste
Richtung kreuzt, hat. Die Anordnung der Pixel PXL
ist jedoch nicht darauf beschrankt. Die Pixel PXL
kénnen in verschiedenen Formen angeordnet sein.
Zum Beispiel kdnnen einige der Pixel PXL so ange-
ordnet sein, dass die erste Richtung DR1 eine Zei-
lenrichtung ist. Andere der Pixel PXL kénnen jedoch
so angeordnet sein, dass eine Richtung, die nicht die
erste Richtung DR1 ist, zum Beispiel die Zeilenrich-
tung, eine Richtung schrag zu der ersten Richtung
DR1 sein kann und die Spaltenrichtung eine Rich-
tung sein kann, die die Zeilenrichtung schneidet.
Dabei kann die Spaltenrichtung sowohl zu der ersten
Richtung DR1 als auch zu der zweiten Richtung DR2
schrag sein.

[0058] Der Treiber stellt durch die Verdrahtungslei-
tungseinheit Signale an die Pixel PXL bereit, um die
Pixel PXL zu betreiben. In Fig. 1 ist die Verdrah-
tungsleitungseinheit fiir eine Ubersichtliche Erlaute-
rung nicht gezeigt. Die Verdrahtungsleitungseinheit
wird spater beschrieben.

[0059] Der Treiber kann einen Abtasttreiber (scan
driver - SDV) zum Bereitstellen von Abtastsignalen
an die Pixel PXL durch Abtastleitungen, einen Emis-
sionstreiber (emission driver - EDV) zum Bereitstel-
len von Emissionssteuersignalen an die Pixel PXL
durch Emissionssteuerleitungen, einen Datentreiber
(data driver - DDV) zum Bereitstellen von Datensig-
nalen an die Pixel PXL durch Datenleitungen und
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eine Zeitsteuerung (timing controller - TC) beinhal-
ten. Die Zeitsteuerung kann den Abtasttreiber SDV,
den Emissionstreiber EDV und den Datentreiber
DDV steuern.

[0060] Der Abtasttreiber SDV kann in der vertikalen
Einheit des peripheren Bereichs PPA angeordnet
sein. Da die vertikalen Einheiten des peripheren
Bereichs PPA ein in der Breitenrichtung des Pixelbe-
reichs PXA voneinander separiertes Paar bilden,
kann der Abtasttreiber SDV in mindestens einer der
vertikalen Einheiten des peripheren Bereichs PPA
angeordnet sein. Der Abtasttreiber SDV kann sich
in der Langsrichtung des peripheren Bereichs PPA
erstrecken.

[0061] Gemal einem Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann der Abtasttreiber SDV
direkt auf dem Substrat SUB montiert sein. Wenn
der Abtasttreiber SDV direkt auf dem Substrat SUB
montiert ist, kann der Abtasttreiber SDV in einem
Prozess des Bildens der Pixel PXL gebildet sein.
Eine Position des Abtasttreibers SDV und ein Verfah-
ren des Bildens des Abtasttreibers SDV sind jedoch
nicht darauf beschrankt. Der Abtasttreiber SDV kann
in einem separaten Chip gebildet sein und in einem
Chip-onglass-(COG-)Verfahren auf dem Substrat
SUB angeordnet werden. Zusatzlich kann der
Abtasttreiber SDV auf einer gedruckten Leiterplatte
(printed circuit board - PCB) montiert werden, um
durch ein Verbindungsglied mit dem Substrat SUB
verbunden zu werden.

[0062] Der Emissionstreiber EDV kann wie der
Abtasttreiber SDV auch in der Vertikaleinheit des
peripheren Bereichs PPA angeordnet sein. Der
Emissionstreiber EDV kann auf mindestens einer
Seite der vertikalen Einheit des peripheren Bereichs
PPA angeordnet sein. Der Emissionstreiber EDV
kann sich in der Langsrichtung des peripheren
Bereichs PPA erstrecken.

[0063] GemaR einem Ausfihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann der Emissionstreiber EDV
direkt auf dem Substrat SUB montiert sein. Wenn der
Emissionstreiber EDV direkt auf dem Substrat SUB
montiert ist, kann der Emissionstreiber EDV wahrend
eines Prozesses des Bildens der Pixel PXL gebildet
sein. Eine Position des Emissionstreiber EDV und
ein Verfahren des Bildens des Emissionstreiber
EDV sind jedoch nicht darauf beschrankt. Der Emis-
sionstreiber EDV kann in einem separaten Chip
gebildet sein und in dem COG-Verfahren auf dem
Substrat SUB angeordnet werden. Zusatzlich kann
der Emissionstreiber EDV auf der PCB montiert wer-
den, um durch das Verbindungsglied mit dem Sub-
strat SUB verbunden zu werden.

[0064] Gemal einem Ausfiuhrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind der Abtasttreiber SDV und
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der Emissionstreiber EDV als benachbart zueinan-
der veranschaulicht und an einer Seite des Paares
von vertikalen Einheiten des peripheren Bereichs
PPA gebildet. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht darauf beschrankt. Der Abtasttreiber SDV und
der Emissionstreiber EDV kénnen gemal verschie-
denen Konfigurationen angeordnet sein. Zum Bei-
spiel kann der Abtasttreiber SDV auf der einen
Seite der vertikalen Einheiten des peripheren
Bereichs PPA angeordnet sein und der Emissions-
treiber EDV kann auf der anderen Seite der vertika-
len Einheiten des peripheren Bereichs PPA angeord-
net sein. Alternativ kann der Abtasttreiber SDV auf
beiden der vertikalen Einheiten des peripheren
Bereichs PPA angeordnet sein und der Emissions-
treiber EDV kann nur auf einer Seite der vertikalen
Einheiten des peripheren Bereichs PPA angeordnet
sein.

[0065] Der Datentreiber DDV kann in dem periphe-
ren Bereich PPA angeordnet sein. Zum Beispiel kann
der Datentreiber DDV in der horizontalen Einheit des
peripheren Bereichs PPA angeordnet sein. Der
Datentreiber DDV kann sich in der Breitenrichtung
des peripheren Bereichs PPA erstrecken.

[0066] Gemall einem Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kénnen Positionen/eine Position
des Abtasttreibers SDV, des Emissionstreibers EDV
und/oder des Datentreibers DDV beliebig verandert
werden.

[0067] Die Zeitsteuerung kann mit dem Abtasttrei-
ber SDV, dem Emissionstreiber EDV und dem Daten-
treiber DDV durch Verdrahtungsleitungen durch ver-
schiedene Verfahren verbunden sein. Eine Position
der Zeitsteuerung ist nicht auf die gezeigte Konfigu-
ration beschrankt. Zum Beispiel ist die Zeitsteuerung
auf der PCB montiert und kann mit dem Abtasttreiber
SDV, dem Emissionstreiber EDV und dem Datentrei-
ber DDV durch die PCB verbunden sein und die PCB
kann in verschiedenen Positionen angeordnet sein,
zum Beispiel an einer Seite des Substrats SUB
oder an einer Riickflache des Substrats SUB.

[0068] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das Pixel und
einen Treiber geman einem Ausfluhrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0069] Bezugnehmend auf Fig. 2 kann die Darstel-
lungsvorrichtung die Pixel PXL, den Treiber und die
Verdrahtungsleitungseinheit beinhalten.

[0070] Die Vielzahl von Pixeln PXL kann angeordnet
sein. Der Treiber kann den Abtasttreiber SDV, den
Abgastreiber EDV, den Datentreiber DDV und die
Zeitsteuerung TC beinhalten. In Fig. 2 sind beispiel-
haft Positionen des Abtasttreibers SDV, des Emis-
sionstreibers EDV, des Datentreibers DDV und der
Zeitsteuerung TC eingestellt. Die Darstellungsvor-
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richtung gemal Ausflihrungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung kann alternativ auch auf andere
Weise implementiert sein. Zum Beispiel kdnnen der
Abtasttreiber SDV, der Emissionstreiber EDV, der
Datentreiber DDV und die Zeitsteuerung TC an
anderen Positionen in der Darstellungsvorrichtung
angeordnet sein.

[0071] Die Verdrahtungsleitungseinheit stellt den
Pixeln PXL Signale von dem Treiber bereit und
kann Abtastleitungen, Datenleitungen, Emissionss-
teuerleitungen, eine Stromleitung (power line - PL)
und eine erste Initialisierungsstromleitung (first ini-
tializing power line - Vint1) beinhalten. Die Abtastlei-
tungen beinhalten eine Vielzahl von Abtastleitungen
(scan lines - S1 bis Sn) und die Emissionssteuerlei-
tungen kénnen eine Vielzahl von Emissionssteuerlei-
tungen (emission control lines - E1 bis En) beinhal-
ten. Die Datenleitungen (data lines - D1 bis Dm) und
die Stromleitung PL kdnnen mit den Pixeln PXL ver-
bunden sein.

[0072] Die Pixel PXL kénnen in dem Pixelbereich
PXA angeordnet sein. Die Pixel PXL kénnen mit
den Abtastleitungen S1 bis Sn, den Emissionss-
teuerleitungen E1 bis En, den Datenleitungen D1
bis Dm und der Stromleitung PL verbunden sein.
Die Pixel PXL kénnen die Datensignale von den
Datenleitungen D1 bis Dm empfangen, wenn die
Abtastsignale von den Abtastleitungen S1 bis Sn
zugeflhrt werden.

[0073] Zusatzlich kdnnen die Pixel PXL einen ersten
Strom ELVDD, einen zweiten Strom ELVSS und
einen Initialisierungsstrom Vint von einer externen
Quelle empfangen. Dabei kann der erste Strom
ELVDD durch die Stromleitung PL zugefiihrt werden.

[0074] Jedes der Pixel PXL kann einen Treibertran-
sistor und eine OLED beinhalten. Als Reaktion von
dem Datensignal kann der Treibertransistor eine
Stromstarke steuern, die Uber die OLED von dem
ersten Strom ELVDD zu dem zweiten Strom ELVSS
flieRt. Zum Beispiel kann vor dem Zuflhren des
Datensignals eine Gate-Elektrode des Treibertran-
sistors durch eine Spannung des Initialisierungsst-
roms Vint initialisiert werden.

[0075] Fur diesen Zweck kann der Initialisierungs-
strom Vint auf eine niedrigere Spannung als das
Datensignal eingestellt werden.

[0076] Der Abtasttreiber SDV kann die Abtastsig-
nale als Reaktion auf ein erstes, von der Zeitsteue-
rung TC zugefuhrtes Gate-Steuersignal (first gate
control signal - GCS1) den Abtastleitungen S1 bis
Sn zufuhren. Zum Beispiel kann der Abtasttreiber
SDV die Abtastsignale nacheinander den Abtastlei-
tungen S1 bis Sn zuflhren. Wenn die Abtastsignale
nacheinander den Abtastleitungen S1 bis Sn zuge-
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fuhrt sind, kénnen die Pixel PXL in Einheiten horizon-
taler Leitungen nacheinander selektiert werden.

[0077] Der Abgastreiber EDV kann die Emissionss-
teuersignale den Emissionssteuerleitungen E1 bis
En als Reaktion auf ein zweites, von der Zeitsteue-
rung TC geliefertes Gate-Steuersignal GCS2 zufiih-
ren. Zum Beispiel kann der Emissionstreiber EDV die
Emissionssteuersignale nacheinander den Emis-
sionssteuerleitungen E1 bis En zufiihren.

[0078] Dabei kdnnen die Emissionssteuersignale so
eingestellt sein, dass sie groRere Breiten als die
Abtastsignale haben. Zum Beispiel kann das einer i-
ten (wobei | eine positive ganze Zahl ist) Emissionss-
teuerleitung Ei zugeflihrte Emissionssteuersignal
das einer (i-1)ten Abtastleitung Si-1 zugefihrte
Abtastsignal und das einer i-ten Abtastleitung Si
zugefiihrte Abtastsignal mindestens in einem Teil-
zeitraum Uberlappen.

[0079] Zusatzlich sind die Emissionssteuersignale
so eingestellt, dass sie Gate-Off-Spannungen (zum
Beispiel relativ hohe Spannungen) haben, sodass
die in den Pixeln PXL beinhalteten Transistoren
abgeschaltet werden kdénnen. Die Abtastsignale kdn-
nen so eingestellt sein, dass sie Gate-On-Spannun-
gen (zum Beispiel relativ niedrige Spannungen)
haben, sodass die in den Pixeln PXL beinhalteten
Transistoren eingeschaltet werden kénnen.

[0080] Der Datentreiber DDV kann die Datensignale
als Reaktion auf ein Datensteuersignal (data control
signal - DCS) den Datenleitungen D1 bis Dm zufiih-
ren. Die den Datenleitungen D1 bis Dm zugefihrten
Datensignale kénnen den durch die Abtastsignale
ausgewahlten Pixeln PXL zugefihrt werden.

[0081] Die Zeitsteuerung TC fuhrt dem Abtasttreiber
SDV und dem Emissionstreiber EDV die aufgrund
von von aufien zugefuhrten Zeitsignalen erzeugten
Gate-Steuersignale GCS1 und GCS2 zu und kann
dem Datentreiber DDV das Datensteuersignal DCS
zufuhren.

[0082] Es kdénnen jeweils ein Startimpuls und Takt-
signale in jedem der Gate-Steuersignale GCS1 und
GCS2 beinhaltet sein. Der Startimpuls kann den Zeit-
ablauf eines ersten Abtastsignals oder eines ersten
Emissionssteuersignals steuern. Die Taktsignale
kénnen zum Verschieben des Startimpulses verwen-
det werden.

[0083] Es kénnen ein Quellenstartimpuls und Takt-
signale in dem Datensteuersignal DCS beinhaltet
sein. Der Quellenstartimpuls kann einen Startzeit-
punkt des Datenerfassens steuern. Die Taktsignale
kénnen zum Steuern eines Datenerfassungsvor-
gangs verwendet werden.



DE 20 2017 007 724 U1

[0084] Fig. 3 ist ein &aquivalentes Schaltkreisdia-
gramm, das eine Ausfuhrungsform des Pixels von
Fig. 2 veranschaulicht. In Fig. 3 ist der Ubersichtlich-
keit halber ein mit einer j-ten Datenleitung Dj und
einer i-ten ersten Abtastleitung Si verbundenes
Pixel veranschaulicht.

[0085] Gemal Fig. 2 und 3 kann das Pixel PXL eine
OLED ,OLED" einen ersten Transistor T1, einen
zweiten Transistor T2, einen dritten Transistor T3,
einen vierten Transistor T4, einen flinften Transistor
T5, einen sechsten Transistor T6, einen siebten
Transistor T7 und einen Speicherkondensator Cst
(storage capacitor - Cst) umfassen.

[0086] Eine Anode der OLED ,OLED* ist tber den
sechsten Transistor T6 mit dem ersten Transistor
T1 verbunden und eine Kathode davon kann mit
dem zweiten Strom ELVSS verbunden sein. Die
OLED ,OLED* kann Licht mit vorbestimmter Hellig-
keit als Reaktion auf eine Stromstarke erzeugen,
die von dem ersten Transistor T1 zugefihrt wird.

[0087] Der erste Strom ELVDD kann so eingestellt
werden, dass er eine hoéhere Spannung als der
zweite Strom ELVSS hat, sodass Stromstarke zu
der OLED ,OLED" flieBen kann.

[0088] Der siebte Transistor T7 kann zwischen der
Initialisierungsstromquelle Vint und der Anode der
OLED ,,OLED" verbunden sein. Eine Gate-Elektrode
des siebten Transistors T7 kann mit der i-ten ersten
Abtastleitung Si verbunden sein. Der siebte Transis-
tor T7 wird eingeschaltet, wenn der i-ten ersten
Abtastleitung Si ein Abtastsignal zugefihrt wird, und
kann die Spannung des Initialisierungsstroms Vint
der Anode der OLED ,OLED* zufilhren. Dabei kann
der Initialisierungsstrom Vint so eingestellt werden,
dass er eine niedrigere Spannung als ein Datensig-
nal hat.

[0089] Der sechste Transistor T6 kann zwischen
dem ersten Transistor T1 und der OLED ,OLED* ver-
bunden sein. Eine Gate-Elektrode des sechsten
Transistors T6 kann mit einer i-ten Emissionssteuer-
leitung Ei verbunden sein. Der sechste Transistor T6
wird ausgeschaltet, wenn das Emissionssteuersignal
der i-ten Emissionssteuerleitung Ei zugefuhrt wird,
und kann in dem anderen Fall eingeschaltet werden.

[0090] Der flnfte Transistor T5 kann zwischen dem
ersten Strom ELVDD und dem ersten Transistor T1
verbunden sein. Eine Gate-Elektrode des flnften
Transistors T5 kann mit einer i-ten Emissionssteuer-
leitung Ei verbunden sein. Der flnfte Transistor T5
wird ausgeschaltet, wenn das Emissionssteuersignal
der i-ten Emissionssteuerleitung Ei zugeflhrt wird,
und kann in dem anderen Fall eingeschaltet werden.

2025.07.03

[0091] Eine erste Elektrode des ersten Transistors
T1 (z. B. der Treibertransistor) ist Uber den finften
Transistor T5 mit dem ersten Strom ELVDD verbun-
den und eine zweite Elektrode davon kann Uber den
sechsten Transistor T6 mit der Anode der OLED
,LOLED" verbunden sein. Eine Gate-Elektrode des
ersten Transistors T1 kann mit einem ersten Knoten
N1 verbunden sein. Der erste Transistor T1 kann
eine Stromstarke steuern, die als Reaktion auf eine
Spannung des ersten Knotens N1 Uber die OLED
»~OLED" von dem ersten Strom ELVDD zu dem zwei-
ten Strom ELVSS fliet. Zum Beispiel kann der erste
Strom ELVDD durch den ersten Transistor T1 mit der
Anode der OLED ,OLED* elektrisch verbunden sein.

[0092] Der dritte Transistor T3 kann zwischen der
zweiten Elektrode des ersten Transistors T1 und
dem ersten Knoten N1 verbunden sein. Eine Gate-
Elektrode des dritten Transistors T3 kann mit der i-
ten ersten Abtastleitung Si verbunden sein. Der dritte
Transistor T3 wird eingeschaltet, wenn das Abtast-
signal der i-ten ersten Abtastleitung Si zugefihrt
wird, und kann die zweite Elektrode des ersten Tran-
sistors T1 und den ersten Knoten N1 elektrisch ver-
binden. Daher kann bei eingeschaltetem dritten
Transistor T3 der erste Transistor T1 dioden-verbun-
den sein.

[0093] Der vierte Transistor T4 kann zwischen dem
ersten Knoten N1 und dem Initialisierungsstrom Vint
verbunden sein. Eine Gate-Elekirode des vierten
Transistors T4 kann mit einer (i-1)ten ersten Abtast-
leitung Si-1 verbunden sein. Der vierte Transistor T4
wird eingeschaltet, wenn der (i-1)ten ersten Abtast-
leitung Si-1 ein Abtastsignal zugefihrt wird und kann
die Spannung des Initialisierungsstroms Vint dem
ersten Knoten N1 zufiihren.

[0094] Der zweite Transistor T2 kann zwischen der
j-ten Datenleitung Dj und der ersten Elektrode des
ersten Transistors T1 verbunden sein. Eine Gate-
Elektrode des zweiten Transistors T2 kann mit der i-
ten ersten Abtastleitung Si verbunden sein. Der
zweite Transistor T2 wird eingeschaltet, wenn das
Abtastsignal der i-ten ersten Abtastleitung Si zuge-
fuhrt wird, und kann die j-te Datenleitung Dj und die
erste Elektrode des ersten Transistors T1 elektrisch
verbinden.

[0095] Der Speicherkondensator Cst kann zwischen
dem ersten Strom ELVDD und dem ersten Knoten N1
verbunden sein. Der Speicherkondensator Cst kann
das Datensignal und eine Spannung speichern, die
einer Schwellenspannung des ersten Transistors T1
entspricht.

[0096] Gemall einem Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kdnnen Erstreckungsrichtungen
der Abtastleitungen und der Emissionssteuerleitun-
gen variieren. Zum Beispiel kénnen sich die Abtast-
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leitungen und die Emissionssteuerleitungen nicht in
der ersten Richtung DR1, die die Breitenrichtung ist,
erstrecken, sondern die Abtastleitungen und die
Emissionssteuerleitungen kénnen sich in der zweiten
Richtung DR2, die die Langsrichtung ist, erstrecken.

[0097] Fig. 4 ist eine Draufsicht, die speziell das
Pixel aus Fig. 3 veranschaulicht. Fig. 5 ist eine Quer-
schnittsansicht entlang der Leitung I-I' von Fig. 4.
Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht entlang der Lei-
tung II-II' von Fig. 4.

[0098] In Fig. 4 bis 6 sind basierend auf einem in
einer i-ten Zeile und einer j-ten Spalte in dem Pixel-
bereich PXA angeordneten Pixel PXL die zwei
Abtastleitungen Si-1 und Si, die Emissionssteuerlei-
tung Ei, die Stromleitung PL und die Datenleitung Dj,
die mit dem Pixel PXL verbunden sind, veranschau-
licht. In Fig. 4 bis 6 ist der Ubersichtlichkeit halber
eine Abtastleitung in einer (i-1)ten Zeile als ,die (i-1)
te Abtastleitung Si-1“ bezeichnet, eine Abtastleitung
in der i-ten Zeile ist als ,die i-te Abtastleitung Si*
bezeichnet, eine Emissionssteuerleitung in der i-ten
Zeile ist als ,die Emissionssteuerleitung Ei“ bezeich-
net, eine Datenleitung in der j-ten Spalte ist als ,die
Datenleitung Dj“ bezeichnet und eine j-te Stromlei-
tung ist als ,die Stromleitung PL* bezeichnet.

[0099] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis 6 kann die Dar-
stellungsvorrichtung das Substrat SUB, die Verdrah-
tungsleitungseinheit und die Pixel PXL beinhalten.

[0100] Das Substrat SUB beinhaltet ein transparen-
tes Isoliermaterial und kann Licht durchlassen. Das
Substrat SUB kann ein starres Substrat sein. Zum
Beispiel kann das Substrat SUB ein Glassubstrat,
ein Quarzsubstrat, ein Glaskeramiksubstrat oder ein
kristallines Glassubstrat sein.

[0101] Zusatzlich kann das Substrat SUB ein flexi-
bles Substrat sein. Dabei kann das Substrat SUB
ein Filmsubstrat oder ein Kunststoffsubstrat sein,
das ein hochmolekulares organisches Material bein-
haltet. Zum Beispiel kann das Substrat SUB Polysty-
rol, Polyvinylalkohol, Polymethylmethacrylat, Poly-
ethersulfon, Polyacrylat, Polyetherimid,
Polyethylennaphthalat, Polyethylenterephthalat,
Polyphenylensulfid, Polyarylat, Polyimid, Polycarbo-
nat, Triacetat, Cellulose und/oder Celluloseacetat-
propionat beinhalten. Das Material, aus dem das
Substrat SUB gebildet ist, kann variieren und kann
faserverstarkten Kunststoff (FRP) beinhalten.

[0102] Die Verdrahtungsleitungseinheit stellt den
Pixeln PXL Signale bereit und kann die Abtastleitun-
gen Si-1 und Si, die Datenleitung Dj, die Emissionss-
teuerleitung Ei, die Stromleitung PL und eine Initial-
isierungsstromleitung IPL beinhalten.

2025.07.03

[0103] Die Abtastleitungen Si-1 und Si kénnen sich
in der ersten Richtung DR1 erstrecken. Die Abtastlei-
tungen Si-1 und Si kénnen die (i-1)te Abtastleitung
Si-1 und die i-te Abtastleitung Si beinhalten, die in
der zweiten Richtung DR2 nacheinander angeordnet
sind. Die Abtastleitungen Si-1 und Si kdnnen Abtast-
signale empfangen. Zum Beispiel kann die (i-1)te
Abtastleitung Si-1 ein (i-1)tes Abtastsignal empfan-
gen. Auf der (i-1)ten Abtastleitung Si-1 kénnen Pixel
PXL in der i-ten Zeile durch das (i-1)te Abtastsignal
initialisiert werden. Die i-te Abtastleitung Si kann ein
i-tes Abtastsignal empfangen. Die i-te Abtastleitung
Si ist geteilt und kann mit verschiedenen Transisto-
ren verbunden sein.

[0104] Die Emissionssteuerleitung Ei kann sich in
der ersten Richtung DR1 erstrecken. Die Emis-
sionssteuerleitung Ei ist zwischen den geteilten i-
ten Abtastleitungen Si angeordnet, um von den i-ten
Abtastleitungen Si separiert zu sein. Die Emissionss-
teuerleitung Ei kann das Emissionssteuersignal
empfangen.

[0105] Die Datenleitung Dj kann sich in der zweiten
Richtung DR2 erstrecken. Die Datenleitung Dj kann
ein Datensignal empfangen.

[0106] Die Stromleitung PL kann sich in der zweiten
Richtung DR2 erstrecken. Die Stromleitung PL kann
so angeordnet sein, dass sie von der Datenleitung Dj
separiert ist. Die Stromleitung PL kann den ersten
Strom empfangen (vgl. ELVDD von Fig. 2 und 3).

[0107] Die Initialisierungsstromleitung IPL kann sich
in der ersten Richtung DR1 erstrecken. Die Initialisie-
rungsstromleitung IPL kann zwischen den Pixeln
PXL in der i-ten Zeile und Pixeln PXL in einer (i+1)
ten Zeile angeordnet sein. Die Initialisierungsstrom-
leitung IPL kann den Initialisierungsstrom Vint emp-
fangen.

[0108] Jedes der Pixel PXL kann einen ersten Tran-
sistor T1, einen zweiten Transistor T2, einen dritten
Transistor T3, einen vierten Transistor T4, einen funf-
ten Transistor T5, einen sechsten Transistor T6,
einen siebten Transistor T7, einen Speicherkonden-
sator Cst und eine OLED ,OLED" beinhalten.

[0109] Der erste Transistor T1 kann eine erste Gate-
Elektrode GE1, ein erstes aktives Muster ACT1, eine
erste Source-Elektrode SE1, eine erste Drain-Elekt-
rode DE1 und eine Verbindungsleitung CNL beinhal-
ten.

[0110] Die erste Gate-Elektrode GE1 kann mit einer
dritten Drain-Elektrode DE3 des dritten Transistors
T3 und einer vierten Drain-Elektrode DE4 des vierten
Transistors T4 verbunden sein. Die Verbindungslei-
tung CNL kann die erste Gate-Elektrode GE1, die
dritte Drain-Elektrode DE3 und die vierte Drain-Elekt-
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rode DE4 verbinden. Ein Ende der Verbindungslei-
tung CNL ist durch ein erstes Kontaktloch CH1 mit
der ersten Gate-Elektrode GE1 verbunden und das
andere Ende der Verbindungsleitung CNL kann
durch ein zweites Kontaktloch CH2 mit der dritten
Drain-Elektrode DE3 und der vierten Drain-Elektrode
DE4 verbunden sein.

[0111] Gemal einem Ausflhrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kdnnen das erste aktive Muster
ACT1, die erste Source-Elektrode SE1 und die erste
Drain-Elektrode DE1 jeweils aus Halbleiterschichten
gebildet sein, die nicht mit Verunreinigungen dotiert
sind oder die mit Verunreinigungen dotiert sind. Zum
Beispiel sind die erste Source-Elektrode SE1 und die
erste Drain-Elektrode DE1 aus einer mit Verunreini-
gungen dotierten Halbleiterschicht gebildet und das
erste aktive Muster ACT1 kann aus einer nicht mit
Verunreinigungen dotierten Halbleiterschicht gebil-
det sein.

[0112] Das erste aktive Muster ACT1 kann stabfor-
mig sein, kann sich in einer vorbestimmten Richtung
erstrecken und kann eine Vielzahl von Malen in einer
Langsrichtung, in der sich das erste aktive Muster
ACT1 erstreckt, gebogen sein. Das erste aktive Mus-
ter ACT1 kann, von einer Ebene aus gesehen, die
erste Gate-Elektrode GE1 Uberlappen. Da sich das
erste aktive Muster ACT1 langs erstreckt, kann sich
ebenfalls ein Kanalbereich des ersten Transistors T1
langs erstrecken. Daher kann sich ein Betriebsbe-
reich einer dem ersten Transistor T1 zugeflihrten
Gate-Spannung vergroftern. Daher kann die Grau-
stufe des von der OLED ,OLED* emittierten Lichts
minuzids gesteuert werden.

[0113] Die erste Source-Elektrode SE1 kann mit
einem Ende des ersten aktiven Musters ACT1 ver-
bunden sein. Die erste Source-Elektrode SE1 kann
mit einer zweiten Drain-Elektrode DE2 des zweiten
Transistors T2 und einer flinften Drain-Elektrode
DE5 des flinften Transistors T5 verbunden sein. Die
erste Drain-Elektrode DE1 kann mit dem anderen
Ende des ersten aktiven Musters ACT1 verbunden
sein. Die erste Drain-Elektrode DE1 kann mit einer
dritten Source-Elektrode SE3 des dritten Transistors
T3 und einer sechsten Source-Elektrode SE6 des
sechsten Transistors T6 verbunden sein.

[0114] Der zweite Transistor T2 kann eine zweite
Gate-Elektrode GE2, ein zweites aktives Muster
ACT2, eine zweite Source-Elektrode SE2 und eine
zweite Drain-Elektrode DE2 beinhalten.

[0115] Die zweite Gate-Elektrode GE2 kann mit der
i-ten Abtastleitung Si verbunden sein. Die zweite
Gate-Elektrode GE2 ist als ein Teil der i-ten Abtast-
leitung Si angeordnet oder kann so angeordnet sein,
dass sie aus der i-ten Abtastleitung Si herausragt.
Gemal einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden
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Erfindung kénnen das zweite aktive Muster ACT2,
die zweite Source-Elektrode SE2 und die zweite
Drain-Elektrode DE2 jeweils aus Halbleiterschichten
gebildet sein, die nicht mit Verunreinigungen dotiert
sind oder die mit Verunreinigungen dotiert sind. Zum
Beispiel sind die zweite Source-Elektrode SE2 und
die zweite Drain-Elektrode DE2 aus einer mit Verun-
reinigungen dotierten Halbleiterschicht gebildet und
das zweite aktive Muster ACT2 kann aus einer nicht
mit Verunreinigungen dotierten Halbleiterschicht
gebildet sein. Das zweite aktive Muster ACT2 kann
die zweite Gate-Elektrode GE2 Uberlappen. Ein
Ende der zweiten Source-Elektrode SE2 kann mit
dem zweiten aktiven Muster ACT2 verbunden sein.
Das andere Ende der zweiten Source-Elektrode SE2
kann durch ein sechstes Kontaktloch CH6 mit der
Datenleitung Dj verbunden sein. Ein Ende der zwei-
ten Drain-Elektrode DE2 kann mit dem zweiten akti-
ven Muster ACT2 verbunden sein. Das andere Ende
der zweiten Drain-Elektrode DE2 kann mit einer ers-
ten Source-Elektrode SE1 des ersten Transistors T1
und der funften Drain-Elektrode DE5 des fiinften
Transistors T5 verbunden sein.

[0116] Der dritte Transistor T3 kann eine Doppel-
gate-Konstruktion haben, die Leckstrom verhindert.
Zum Beispiel kann der dritte Transistor T3 einen 3a-
ten Transistor T3a und einen 3b-ten Transistor T3b
beinhalten. Der 3a-te Transistor T3a kann eine 3a-te
Gate-Elektrode GE3a, ein 3a-tes aktives Muster
ACT3a, eine 3a-te Source-Elektrode SE3a und eine
3a-te Drain-Elektrode DE3a beinhalten. Der 3b-te
Transistor T3b kann eine 3b-te Gate-Elektrode
GE3b, ein 3b-tes aktives Muster ACT3b, eine 3b-te
Source-Elektrode SE3b und eine 3b-te Drain-Elekt-
rode DE3b beinhalten. Nachfolgend sind die 3a-te
Gate-Elektrode GE3a und die 3b-te Gate-Elektrode
GE3b als dritte Gate-Elektrode GE3 bezeichnet,
das 3a-te aktive Muster ACT3a und das 3b-te aktive
Muster ACT3b sind als drittes aktives Muster ACT3
bezeichnet, die 3a-te Source-Elektrode SE3a und
die 3b-te Source-Elektrode SE3b sind als dritte
Source-Elektrode SE3 bezeichnet und die 3a-te
Drain-Elektrode DE3a und die 3b-te Drain-Elektrode
DE3b sind als dritte Drain-Elektrode DE3 bezeichnet.

[0117] Die dritte Gate-Elektrode GE3 kann mit der i-
ten Abtastleitung Si verbunden sein. Die dritte Gate-
Elektrode GE3 ist als ein Teil der i-ten Abtastleitung
Si angeordnet oder kann so angeordnet sein, dass
sie aus der i-ten Abtastleitung Si herausragt. Zum
Beispiel ist die 3a-te Gate-Elektrode GE3a so ange-
ordnet, dass sie aus der i-ten Abtastleitung Si
herausragt, und die 3b-te Gate-Elektrode GE3b
kann als ein Teil der i-ten Abtastleitung Si angeordnet
sein.

[0118] Das dritte aktive Muster ACT3, die dritte
Source-Elektrode SE3 und die dritte Drain-Elektrode
DES3 konnen jeweils aus Halbleiterschichten gebildet
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sein, die nicht mit Verunreinigungen dotiert oder die
mit Verunreinigungen dotiert sind. Zum Beispiel sind
die dritte Source-Elektrode SE3 und die dritte Drain-
Elektrode DE3 aus einer mit Verunreinigungen
dotierten Halbleiterschicht gebildet und das dritte
aktive Muster ACT3 kann aus einer nicht mit Verun-
reinigungen dotierten Halbleiterschicht gebildet sein.
Das dritte aktive Muster ACT3 kann die dritte Gate-
Elektrode GE3 uUberlappen. Ein Ende der dritten
Source-Elektrode SE3 kann mit dem dritten aktiven
Muster ACT3 verbunden sein. Das andere Ende der
dritten Source-Elektrode SE3 kann mit der ersten
Drain-Elektrode DE1 des ersten Transistors T1 und
einer sechsten Source-Elektrode SE6 des sechsten
Transistors T6 verbunden sein. Ein Ende der dritten
Drain-Elektrode DE3 kann mit dem zweiten dritten
aktiven Muster ACT3 verbunden sein. Das andere
Ende der dritten Drain-Elektrode DE3 kann mit der
vierten Drain-Elektrode DE4 des vierten Transistors
T4 verbunden sein. Zusatzlich kann die dritte Drain-
Elektrode DE3 durch die Verbindungsleitung CNL,
das zweite Kontaktloch CH2 und das erste Kontakit-
loch CH1 mit der ersten Gate-Elektrode GE1 des ers-
ten Transistors T1 verbunden sein.

[0119] Der vierte Transistor T4 kann eine Doppel-
gate-Konstruktion haben, die Leckstrom verhindert.
Zum Beispiel kann der vierte Transistor T4 einen
4a-ten Transistor T4a und einen 4b-ten Transistor
T4b beinhalten. Der 4a-te Transistor T4a kann eine
4a-te Gate-Elektrode GE4a, ein 4a-tes aktives Mus-
ter ACT4a, eine 4a-te Source-Elektrode SE4a und
eine 4a-te Drain-Elektrode DE4a beinhalten. Der
4b-te Transistor T4b kann eine 4b-te Gate-Elektrode
GE4b, ein 4b-tes aktives Muster ACT4b, eine 4b-te
Source-Elektrode SE4b und eine 4b-te Drain-Elekt-
rode DE4b beinhalten. Nachfolgend sind die 4a-te
Gate-Elektrode GE4a und die 4b-te Gate-Elektrode
GE4b als vierte Gate-Elektrode GE4 bezeichnet.
Das 4a-te aktive Muster ACT4a und das 4b-te aktive
Muster ACT4b sind als viertes aktives Muster ACT4
bezeichnet. Die 4a-te Source-Elektrode SE4a und
die 4b-te Source-Elektrode SE4b sind als vierte
Source-Elektrode SE4 bezeichnet. Die 4a-te Drain-
Elektrode DE4a und die 4b-te Drain-Elektrode
DE4b sind als vierte Drain-Elektrode DE4 bezeich-
net.

[0120] Die vierte Gate-Elektrode GE4 kann mit der
(i-1). Abtastleitung Si-1 verbunden sein. Die vierte
Gate-Elektrode GE4 ist als ein Teil der (i-1)ten
Abtastleitung Si-1 angeordnet oder kann so angeord-
net sein, dass sie aus der (i-1)ten Abtastleitung Si-1
herausragt. Zum Beispiel kann die 4a-te Gate-Elekt-
rode GE4a als ein Teil der (i-1)ten Abtastleitung Si-1
angeordnet sein und die 4b-te Gate-Elektrode GE4b
kann so angeordnet sein, dass sie aus der (i-1)ten
Abtastleitung Si-1 herausragt.
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[0121] Das vierte aktive Muster ACT4, die vierte
Source-Elektrode SE4 und die vierte Drain-Elektrode
DE4 kdnnen jeweils aus Halbleiterschichten gebildet
sein, die nicht mit Verunreinigungen dotiert sind oder
die mit Verunreinigungen dotiert sind. Zum Beispiel
sind die vierte Source-Elektrode SE4 und die vierte
Drain-Elektrode DE4 aus einer mit Verunreinigungen
dotierten Halbleiterschicht gebildet und das vierte
aktive Muster ACT4 kann aus einer nicht mit Verun-
reinigungen dotierten Halbleiterschicht gebildet sein.
Das vierte aktive Muster ACT4 kann die vierte Gate-
Elektrode GE4 Uberlappen.

[0122] Ein Ende der vierten Source-Elektrode SE4
kann mit dem vierten aktiven Muster ACT4 verbun-
den sein. Das andere Ende der vierten Source-Elekt-
rode SE4 kann mit der Initialisierungsstromleitung
IPL des Pixels PXL in der (i-1)ten Zeile und einer
siebten Drain-Elektrode DE7 des siebten Transistors
T7 des Pixels PXL in der (i-1)ten Zeile verbunden
sein. Es kann eine Hilfsverbindungsleitung AUX zwi-
schen der vierten Source-Elektrode SE4 und der Ini-
tialisierungsstromleitung IPL angeordnet sein. Ein
Ende der Hilfsverbindungsleitung AUX kann durch
ein neuntes Kontaktloch CH9 mit der vierten
Source-Elektrode SE4 verbunden sein. Das andere
Ende der Hilfsverbindungsleitung AUX kann durch
ein achtes Kontaktloch CH8 des Pixels PXL in der
(i-1)ten Zeile mit der Initialisierungsstromleitung IPL
in der (i-1)ten Zeile verbunden sein. Ein Ende der
vierten Drain-Elektrode DE4 kann mit dem vierten
aktiven Muster ACT4 verbunden sein. Das andere
Ende der vierten Drain-Elektrode DE4 kann mit der
dritten Drain-Elektrode DE3 des dritten Transistors
T3 verbunden sein. Zusatzlich kann die vierte
Drain-Elektrode DE4 durch die Verbindungsleitung
CNL, das zweite Kontaktloch CH2 und das erste
Kontaktloch CH1 mit der ersten Gate-Elektrode
GE1 des ersten Transistors T1 verbunden sein.

[0123] Der flnfte Transistor T5 kann eine fiinfte
Gate-Elektrode GE5, ein flinftes aktives Muster
ACTS5, eine finfte Source-Elektrode SE5 und eine
funfte Drain-Elektrode DES5 beinhalten.

[0124] Die fiinfte Gate-Elektrode GE5 kann mit der
Emissionssteuerleitung Ei verbunden sein. Die fiinfte
Gate-Elektrode GES5 ist als ein Teil der i-ten Emis-
sionssteuerleitung Ei angeordnet oder kann so ange-
ordnet sein, dass sie aus der i-ten Emissionssteuer-
leitung Ei herausragt. Das fiinfte aktive Muster ACT5,
die flinfte Source-Elektrode SE5 und die fiinfte Drain-
Elektrode DE5 kdnnen jeweils aus Halbleiterschich-
ten gebildet sein, die nicht mit Verunreinigungen
dotiert sind oder die mit Verunreinigungen dotiert
sind. Zum Beispiel sind die flinfte Source-Elektrode
SE5 und die fiinfte Drain-Elektrode DE5 aus einer mit
Verunreinigungen dotierten Halbleiterschicht gebil-
det und das flnfte aktive Muster ACT5 kann aus
einer nicht mit Verunreinigungen dotierten Halbleiter-
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schicht gebildet sein. Das funfte aktive Muster ACT5
kann die flnfte Gate-Elektrode GES5 uberlappen. Ein
Ende der flinften Source-Elektrode SE5 kann mit
dem flunften aktiven Muster ACT5 verbunden sein.
Das andere Ende der flinften Source-Elektrode SE5
kann durch ein flinftes Kontaktloch CH5 mit der
Stromleitung PL verbunden sein. Ein Ende der funf-
ten Drain-Elektrode DE5 kann mit dem flinften akti-
ven Muster ACT5 verbunden sein.

[0125] Das andere Ende der flinften Drain-Elektrode
DES5 kann mit einer ersten Source-Elektrode SE1 des
ersten Transistors T1 und der zweiten Drain-Elekt-
rode DE2 des zweiten Transistors T2 verbunden
sein.

[0126] Der sechste Transistor T6 kann eine sechste
Gate-Elektrode GEB6, ein sechstes aktives Muster
ACT®, eine sechste Source-Elektrode SE6 und eine
sechste Drain-Elektrode DEG6 beinhalten.

[0127] Die sechste Gate-Elekirode GE6 kann mit
der Emissionssteuerleitung Ei verbunden sein. Die
sechste Gate-Elektrode GEB6 ist als ein Teil der i-ten
Emissionssteuerleitung Ei angeordnet oder kann so
angeordnet sein, dass sie aus der i-ten Emissionss-
teuerleitung Ei herausragt. Das sechste aktive Mus-
ter ACTB6, die sechste Source-Elektrode SE6 und die
sechste Drain-Elektrode DE6 koénnen jeweils aus
Halbleiterschichten gebildet sein, die nicht mit Verun-
reinigungen dotiert sind oder die mit Verunreinigun-
gen dotiert sind. Zum Beispiel sind die sechste
Source-Elektrode SE6 und die sechste Drain-Elekt-
rode DE6 aus einer mit Verunreinigungen dotierten
Halbleiterschicht gebildet und das sechste aktive
Muster ACT6 kann aus einer nicht mit Verunreinigun-
gen dotierten Halbleiterschicht gebildet sein. Das
sechste aktive Muster ACT6 kann die sechste Gate-
Elektrode GEG6 Uberlappen. Ein Ende der sechsten
Source-Elekirode SE6 kann mit dem sechsten akti-
ven Muster ACT6 verbunden sein. Das andere Ende
der sechsten Source-Elekirode SE6 kann mit der
ersten Drain-Elektrode DE1 des ersten Transistors
T1 und der dritten Source-Elektrode SE3 des dritten
Transistors T3 verbunden sein. Ein Ende der sechs-
ten Drain-Elektrode DE6 kann mit dem sechsten akti-
ven Muster ACT6 verbunden sein. Das andere Ende
der sechsten Drain-Elektrode DE6 kann mit einer
siebten Source-Elektrode SE7 des siebten Transis-
tors T7 verbunden sein.

[0128] Der siebte Transistor T7 kann eine siebte
Gate-Elektrode GE7, ein siebtes aktives Muster
ACT7, eine siebte Source-Elektrode SE7 und eine
siebte Drain-Elektrode DE7 beinhalten.

[0129] Die siebte Gate-Elektrode GE7 kann mit der
i-ten Abtastleitung Si verbunden sein. Die siebte
Gate-Elektrode GE7 ist als ein Teil der i-ten Abtast-
leitung Si angeordnet oder kann so angeordnet sein,
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dass sie aus der i-ten Abtastleitung Si herausragt.
Das siebte aktive Muster ACT7, die siebte Source-
Elektrode SE7 und die siebte Drain-Elektrode DE7
kénnen jeweils aus Halbleiterschichten gebildet
sein, die nicht mit Verunreinigungen dotiert sind
oder die mit Verunreinigungen dotiert sind. Zum Bei-
spiel sind die siebte Source-Elektrode SE7 und die
siebte Drain-Elektrode DE7 aus einer mit Verunreini-
gungen dotierten Halbleiterschicht gebildet und das
siebte aktive Muster ACT7 kann aus einer nicht mit
Verunreinigungen dotierten Halbleiterschicht gebil-
det sein. Das siebte aktive Muster ACT7 kann die
siebte Gate-Elektrode GE7 Uberlappen. Ein Ende
der siebten Source-Elektrode SE7 kann mit dem
siebten aktiven Muster ACT7 verbunden sein. Das
andere Ende der siebten Source-Elektrode SE7
kann mit einer sechsten Drain-Elektrode DE6 des
sechsten Transistors T6 verbunden sein. Ein Ende
der siebten Drain-Elektrode DE7 kann mit dem sieb-
ten aktiven Muster ACT7 verbunden sein. Das
andere Ende der siebten Drain-Elektrode DE7 kann
mit der Initialisierungsstromleitung IPL verbunden
sein. Zusatzlich kann die siebte Drain-Elektrode
DE7 mit der vierten Source-Elektrode SE4 des vier-
ten Transistors T4 des Pixels PXL in der (i+1)ten
Zeile verbunden sein. Die siebte Drain-Elektrode
DE7 und die vierte Source-Elektrode SE4 des vierten
Transistors T4 des Pixels PXL in der (i+1)ten Zeile
kénnen durch die Hilfsleitung AUX, das achte Kon-
taktloch CH8 und das neunte Kontaktloch CH9 ver-
bunden sein.

[0130] Der Speicherkondensator Cst kann eine
untere Elektrode LE und eine obere Elektrode UE
beinhalten. Die untere Elektrode LE kann aus der
ersten Gate-Elektrode GE1 des ersten Transistors
T1 gebildet sein.

[0131] Die obere Elektrode UE Uberlappt die erste
Gate-Elektrode GE1 und kann die untere Elektrode
LE, wie von einer Ebene aus gesehen, Giberdecken.
Die Kapazitat des Speicherkondensators Cst kann
durch VergréRern einer Uberlappungsflache zwi-
schen der oberen Elektrode UE und der unteren
Elektrode LE erhdht werden. Die obere Elektrode
UE kann sich in der ersten Richtung DR1 erstrecken.
Gemal einem Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung kann der oberen Elektrode UE eine Span-
nung in derselben Hbhe wie des ersten Stroms
ELVDD zugefuhrt werden. Die obere Elektrode UE
kann in einem Bereich, in dem sich die erste Gate-
Elektrode GE1 und die Verbindungsleitung CNL
berihren und in dem das erste Kontaktloch CH1
gebildet ist, eine Offnung OPN haben.

[0132] Die OLED ,,OLED" kann eine erste Elektrode
AD, eine zweite Elektrode CD und eine Emissions-
schicht EML beinhalten, die zwischen der ersten
Elektrode AD und der zweiten Elektrode CD ange-
ordnet ist.
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[0133] Die erste Elektrode AD kann in einem jedem
Pixel PXL entsprechenden Emissionsbereich ange-
ordnet sein. Die erste Elektrode AD kann zwischen
der siebten Source-Elektrode SE7 des siebten Tran-
sistors T7 und der sechsten Drain-Elektrode DE6 des
sechsten Transistors T6 durch das siebte Kontakt-
loch CH7, ein zehntes Kontaktloch CH10 und ein
12. Kontaktloch CH12 verbunden sein. Zwischen
dem siebten Kontaktloch CH7 und dem zehnten Kon-
taktloch CH10 ist ein erstes Brickenmuster BRP1
angeordnet und zwischen dem zehnten Kontaktloch
CH10 und dem 12. Kontaktloch CH12 kann ein zwei-
tes Brickenmuster BRP2 angeordnet sein.

[0134] Die erste Elektrode AD ist elektrisch mit der
Stromleitung PL verbunden und kann die erste Leis-
tung empfangen (vgl. ELVDD von Fig. 2 und 3). Die
zweite Elektrode CD kann mit dem zweiten Strom
verbunden sein (vgl. ELVSS von Fig. 2 und 3).

[0135] Das erste Brickenmuster BRP1 und das
zweite Brickenmuster BRP2 konnen die sechste
Drain-Elektrode DEG6, die siebte Source-Elektrode
SE7 und die erste Elektrode AD verbinden.

[0136] Nachfolgend wird bezugnehmend auf Fig. 4
bis 6 eine Konstruktion der Darstellungsvorrichtung
gemal einem Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung in einer Reihenfolge beschrieben, in der
Elemente laminiert sind.

[0137] Die aktiven Muster ACT1 bis ACT7 (nachfol-
genden als ACT bezeichnet) kénnen auf dem Sub-
strat SUB angeordnet sein. Die aktiven Muster ACT
kénnen die ersten bis siebten aktiven Muster ACT1
bis ACT7 beinhalten. Die ersten bis siebten aktiven
Muster ACT1 bis ACT7 konnen ein Halbleitermaterial
beinhalten.

[0138] Eine Pufferschicht kann zwischen dem Sub-
strat SUB und dem ersten bis siebten aktiven Muster
ACT1 bis ACT7 angeordnet sein.

[0139] Eine Gate-Isolierschicht G1 kann auf dem
Substrat SUB angeordnet sein, auf dem die aktiven
Muster ACT gebildet sind.

[0140] Die (i-1)te Abtastleitung Si-1, die i-te Abtast-
leitung Si, die Emissionssteuerleitung Ei und die
erste bis siebte Gate-Elektrode GE1 bis GE7 kénnen
auf der Gate-Isolierschicht Gl angeordnet sein. Die
erste Gate-Elektrode GE1 kann die untere Elektrode
LE des Speicherkondensators Cst sein. Die zweite
Gate-Elektrode GE2 und die dritte Gate-Elektrode
GE3 koénnen in die i-te Abtastleitung Si integriert
sein. Die vierte Gate-Elektrode GE4 kann in die (i-1)
te Abtastleitung Si-1 integriert sein. Die fuinfte Gate-
Elektrode GE5 und die sechste Gate-Elektrode GE6
kénnen in die i-te Emissionssteuerleitung Ei integriert
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sein. Die siebte Gate-Elektrode GE7 kann in die i-te
Abtastleitung Si integriert sein.

[0141] Eine erste Zwischenisolierschicht IL1 kann
auf dem Substrat SUB angeordnet sein, auf dem
die (i-1)te Abtastleitung Si-1 gebildet ist.

[0142] Die obere Elektrode UE des Speicherkon-
densators Cst und die Initialisierungsstromleitung
IPL konnen auf der ersten Zwischenisolierschicht
IL1 angeordnet sein. Die obere Elektrode UE kann
die untere Elektrode LE Uberdecken. Die obere
Elektrode UE kann zusammen mit der unteren Elekt-
rode LE den Speicherkondensator Cst bilden, wobei
die erste Zwischenisolierschicht IL1 zwischen der
oberen Elektrode UE und der unteren Elektrode LE
positioniert ist.

[0143] Eine zweite Zwischenisolierschicht IL2 kann
auf dem Substrat SUB angeordnet sein, auf dem die
obere Elektrode UE und die Initialisierungsstromlei-
tung IPL angeordnet sind.

[0144] Die Datenleitung Dj, die Verbindungsleitung
CNL, die Hilfsverbindungsleitung AUX, das erste
Brickenmuster BRP1 und die erste leitfahige Schicht
PL1 der Stromleitung PL kénnen auf der zweiten Zwi-
schenschicht IL2 angeordnet sein.

[0145] Die Datenleitung Dj kann durch das sechste
Kontaktloch CH6, das durch die erste Zwischen-
schicht IL1, die zweite Zwischenschicht IL2 und die
Gate-Isolierschicht Gl passiert, mit der zweiten
Source-Elektrode SE2 verbunden sein.

[0146] Die Verbindungsleitung CNL kann durch das
erste Kontaktloch CH1, das durch die erste Zwi-
schenisolierschicht IL1 und die zweite Zwischeniso-
lierschicht IL2 passiert, mit der ersten Gate-Elektrode
GE1 verbunden sein. Zusatzlich kann die Verbin-
dungsleitung CNL durch das zweite Kontaktloch
CH2, das durch die Gate-Isolierschicht Gl, die erste
Zwischenschicht IL1 und die zweite Zwischenisolier-
schicht IL2 passiert, mit der dritten Drain-Elektrode
DE3 und der vierten Drain-Elektrode DE4 verbunden
sein.

[0147] Die Hilfsverbindungsleitung AUX kann durch
das achte Kontaktloch CH8, das durch die zweite
Zwischenisolierschicht IL2 passiert, mit der Initialisie-
rungsstromleitung IPL verbunden sein. Zusatzlich
kann die Hilfsverbindungsleitung AUX durch das
neunte Kontaktloch CH9, das durch die Gate-Isolier-
schicht Gl, die erste Zwischenisolierschicht IL1 und
die zweite Zwischenisolierschicht IL2 passiert, mit
der vierten Source-Elektrode SE4 und der siebten
Drain-Elektrode DE7 des Pixels PXL in der (i-1)ten
Zeile verbunden sein.
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[0148] Das erste Briickenmuster BRP1 kann als ein
Medium zum Verbinden der sechsten Drain-Elekt-
rode DE6 und der ersten Elektrode AD zwischen
der sechsten Drain-Elektrode DE6 und der ersten
Elektrode AD angeordnet sein. Das erste Brucken-
muster BRP1 kann durch das siebte Kontaktloch
CH7, das durch die Gate-Isolierschicht Gl, die erste
Zwischenisolierschicht IL1 und die zweite Zwischen-
isolierschicht IL2 passiert, mit der sechsten Drain-
Elektrode DE6 und der ersten Source-Elektrode
SE1 verbunden sein.

[0149] Die erste leitfahige Schicht PL1 kann durch
das dritte Kontaktloch CH3 und das vierte Kontakt-
loch CH4, die durch die zweite Zwischenisolier-
schicht IL2 passieren, mit der oberen Elektrode UE
des Speicherkondensators Cst verbunden sein. Die
erste leitfahige Schicht PL1 kann durch das flinfte
Kontaktloch CH5, das durch die erste Zwischeniso-
lierschicht IL1, die zweite Zwischenisolierschicht IL2
und die Gate-Isolierschicht Gl passiert, mit der flnf-
ten Source-Elektrode SE5 verbunden sein.

[0150] Eine dritte Zwischenisolierschicht IL3 kann
auf dem Substrat SUB angeordnet sein, auf dem
die j-te Abtastleitung Dj gebildet ist.

[0151] Eine zweite leitfahige Schicht PL2 der Strom-
leitung PL und das zweite Briickenmuster BRP2 kon-
nen auf der dritten Isolierschicht IL3 angeordnet sein.
Das zweite Brickenmuster BRP2 kann durch das
zehnte Kontaktloch CH10 mit dem ersten Briicken-
muster BRP1 verbunden sein.

[0152] Die zweite leitfahige Schicht PL2 Uberlappt
die erste leitfahige Schicht PL1 und kann durch ein
11. Kontaktloch CH11, das durch die dritte Isolier-
schicht IL3 passiert, mit der ersten leitfahigen Schicht
PL1 verbunden sein. Dadurch, dass die Stromleitung
PL die erste leitfahige Schicht PL1 und die zweite leit-
fahige Schicht PL2 beinhaltet und die erste leitfahige
Schicht PL1 und die zweite leitfahige Schicht PL2
elektrisch verbunden sind, ist es moglich, einen
Spannungsabfall eines durch die Stromleitung PL
zugefihrten Stroms, zum Beispiel des ersten Stroms
ELVDD, zu verhindern.

[0153] Eine Schutzschicht PSV kann auf der dritten
Isolierschicht IL3, auf der die zweite leitfahige
Schicht PL2 und das zweite Brickenmuster BRP2
angeordnet sind, angeordnet sein.

[0154] Die OLED ,OLED® kann auf der Schutz-
schicht PSV angeordnet sein. Die OLED ,OLED*
kann die erste Elektrode AD, die zweite Elektrode
CD und die Emissionsschicht EML beinhalten, die
zwischen der ersten Elektrode AD und der zweiten
Elektrode CD angeordnet ist.
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[0155] Die erste Elektrode AD kann auf der Schutz-
schicht PSV angeordnet sein. Die erste Elektrode AD
kann durch das 12. Kontaktloch CH12, das die
Schutzschicht PSV passiert, mit dem zweiten Bri-
ckenmuster BRP2 verbunden sein. Daher kann die
erste Elektrode AD mit dem ersten Brickenmuster
BRP1 elektrisch verbunden sein. Da das erste Bri-
ckenmuster BRP1 durch das siebte Kontaktloch CH7
mit der sechsten Drain-Elektrode DE6 und der sieb-
ten Source-Elektrode SE7 verbunden ist, kann die
erste Elektrode AD mit der sechsten Drain-Elektrode
DE6 und der siebten Source-Elektrode SE7 elekt-
risch verbunden sein.

[0156] Eine Pixel definierende Schicht PDL, die
einen Emissionsbereich so unterteilt, dass er den
jeweiligen Pixeln PXL entspricht, kann auf dem Sub-
strat SUB angeordnet sein, auf dem die erste Elekt-
rode AD gebildet ist. Die Pixel definierende Schicht
PDL kann entlang eines Umfangs des Pixels PXL
aus dem Substrat SUB herausragen, wahrend sie
eine obere Oberflache der ersten Elektrode AD frei-
legt.

[0157] Die Emissionsschicht EML istin dem von der
pixeldefinierenden Schicht PDL umgebenen Emis-
sionsbereich angeordnet und die zweite Elektrode
CD kann auf der Emissionsschicht EML angeordnet
sein. Eine Kapselungsschicht SLM kann auf der
zweiten Elektrode CD angeordnet sein, die die
zweite Elektrode CD bedeckt.

[0158] Eine der ersten Elektrode AD und der zwei-
ten Elektrode CD kann eine Anodenelektrode sein
und die andere kann eine Kathodenelektrode sein.
Zum Beispiel kann die erste Elektrode AD eine Ano-
denelektrode sein und die zweite Elektrode CD kann
eine Kathodenelektrode sein.

[0159] Zusatzlich kann mindestens eine der ersten
Elektrode AD und der zweiten Elektrode CD eine
transmittierende Elektrode sein. Wenn zum Beispiel
die OLED ,OLED* eine OLED von dem Typ einer
ruckseitigen Emission ist, ist die erste Elektrode AD
eine transmittierende Elektrode und die zweite Elekt-
rode CD kann eine reflektierende Elektrode sein.
Wenn zum Beispiel die OLED ,OLED" eine OLED
von dem Typ einer vorderseitigen Emission ist, ist
die erste Elektrode AD eine reflektierende Elektrode
und die zweite Elektrode CD kann eine transmittie-
rende Elektrode sein. Wenn zum Beispiel die OLED
,LOLED" eine OLED von dem Typ einer doppelseiti-
gen Emission ist, kbnnen sowohl die erste Elektrode
AD als auch die zweite Elektrode CD transmittie-
rende Elektroden sein. Gemaf einem Ausflihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung ist veranschau-
licht, dass die OLED ,OLED*" eine OLED von dem
Typ einer vorderseitigen Emission ist und die erste
Elektrode AD eine Anodenelektrode ist.
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[0160] Die erste Elektrode AD kann eine reflektie-
rende Schicht zum Reflektieren von Licht und eine
transparente leitfahige Schicht beinhalten, die auf
oder unter der reflektierenden Schicht angeordnet
ist. Mindestens eine der transparenten leitfahigen
Schicht und der reflektierenden Schicht kann mit
der siebten Source-Elektrode SE7 verbunden sein.

[0161] Die reflektierende Schicht kann ein Material
beinhalten, das fahig ist, Licht zu reflektieren, zum
Beispiel kann die reflektierende Schicht eines oder
mehrere von Aluminium (Al), Silber (Ag), Chrom
(Cr), Molybdan (Mo), Platin (Pt), Nickel (Ni) und/oder
eine Legierung von Al, Ag, Cr, Mo, Pt und Ni beinhal-
ten.

[0162] Die transparente leitfahige Schicht kann ein
transparentes leitfahiges Oxid beinhalten. Zum Bei-
spiel kann die transparente leitfahige Schicht min-
destens ein transparentes leitfahiges Oxid wie ein
Indium-Zinn-Oxid (ITO), ein Indium-Zink-Oxid (1ZO),
ein Aluminium-Zink-Oxid (AZO), ein Gallium-dotier-
tes Zink-Oxid (GZO), ein Zink-Zinn-Oxid (ZTO), ein
Gallium-Zinn-Oxid (GTO) und/oder ein Fluor-dotier-
tes Zinn-Oxid (FTO) beinhalten.

[0163] Die Pixel definierende Schicht PDL kann ein
organisches Isoliermaterial beinhalten. Zum Beispiel
kann die pixeldefinierende Schicht PDL Polystyrol,
Polymethylmethacrylat  (PMMA),  Polyacrylnitril
(PAN), Polyamid (PA), Polyimid (PIl), Polyarylether
(PAE), heterocyclisches Polymer, Parylen, Epoxy,
Benzocyclobuten (BCB), siloxanbasiertes Harz
und/oder silanbasiertes Harz beinhalten.

[0164] Die Emissionsschicht EML kann auf einer
freigelegten Oberflache der ersten Elektrode AD
angeordnet sein. Die Emissionsschicht EML kann
eine mehrschichtige Dunnfilmkonstruktion haben,
die mindestens eine Lichterzeugungsschicht LGL
beinhaltet. Zum Beispiel kann die Emissionsschicht
EML eine Lochinjektionsschicht HIL, eine Lochtran-
sportschicht HTL, eine Lichterzeugungsschicht, eine
Lochblockierungsschicht HBL, eine Elektronentran-
sportschicht ETL und/oder eine Elektroneninjektions-
schicht EIL beinhalten. Die HIL injiziert L6cher. Die
Lochtransportschicht HTL weist eine hohe Transport-
fahigkeit von Loéchern auf, um zu verhindern, dass
sich Elektronen, die nicht in der Emissionsschicht
kombiniert sind, bewegen, und die Rekombinations-
wahrscheinlichkeit von Léchern und Elektronen zu
erhodhen. Die Lichterzeugungsschicht emittiert Licht
durch eine Rekombination von injizierten Elektronen
und Léchern. Die Lochblockierungsschicht HBL ver-
hindert, dass sich Locher, die nicht in der Lichterzeu-
gungsschicht kombiniert sind, bewegen. Die Elektro-
nentransportschicht ETL transportiert Elektronen
reibungslos zu der Lichterzeugungsschicht. Die
Elektroneninjektionsschicht EIL injiziert Elektronen.
Zusatzlich kénnen in der Emissionsschicht EML die
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Lochinjektionsschicht HIL, die Lochtransportschicht
HTL, die Lochblockierungsschicht HBL, die Elektro-
nentransportschicht ETL und die Elektroneninjek-
tionsschicht EIL gemeinsame Schichten sein, die
gemeinsam in benachbarten Pixeln PXL angeordnet
sind.

[0165] Eine von der Emissionsschicht erzeugte
Lichtfarbe kann eines von Rot, Grin, Blau und
Weil3 sein. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht darauf beschrankt. Zum Beispiel kann eine
von der Emissionsschicht erzeugte Lichtfarbe eines
von Magenta, Cyan und Gelb sein.

[0166] Die zweite Elektrode CD kann eine semit-
ransmissive reflektierende Schicht sein. Zum Bei-
spiel kann die zweite Elekirode CD eine dinne
Metallschicht sein, die eine Dicke hat, die fahig ist,
von der Emissionsschicht EML emittiertes Licht zu
Ubertragen. Die zweite Elektrode CD transmittiert
einen Teil des von der Emissionsschicht EML
erzeugten Lichts und kann das von der Emissions-
schicht EML erzeugte restliche Licht reflektieren.

[0167] Die zweite Elektrode CD kann ein Material
mit einer geringeren Arbeitsfunktion als die transpa-
rente leitfahige Schicht beinhalten. Zum Beispiel
kann die zweite Elektrode CD Mo, Wolfram (W), Ag,
Magnesium (Mg), Al, Pt, Palladium (Pd), Gold (Au),
Ni, Neodym (Nd), Iridium (Ir), Cr, Lithium (Li), Cal-
cium (Ca) und eine Legierung aus Mo, W, Ag, Mg,
Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr, Li und/oder Ca beinhal-
ten.

[0168] Ein Teil des von der Emissionsschicht EML
emittierten Lichts transmittiert nicht die zweite Elekt-
rode CD und das von der zweiten Elektrode CD
reflektierte Licht kann von der reflektierenden
Schicht wieder reflektiert werden. Zum Beispiel
kann das von der Emissionsschicht EML emittierte
Licht zwischen der reflektierenden Schicht und der
zweiten Elektrode CD resonieren Aufgrund der
Resonanz des Lichts kann sich die Lichtextraktions-
effizienz der OLED ,,OLED* erhdhen.

[0169] Eine Entfernung zwischen der reflektieren-
den Schicht und der zweiten Elektrode CD kann
gemal einer Farbe des von der Emissionsschicht
EML emittierten Lichts variieren. Zum Beispiel kann
die Entfernung zwischen der reflektierenden Schicht
und der zweiten Elektrode CD gemaR der Farbe des
von der Emissionsschicht EML emittierten Lichts so
gesteuert werden, dass sie fir eine Resonanzentfer-
nung geeignet ist.

[0170] Eine Verkapselungsschicht SLM kann ver-
hindern, dass dufere Feuchtigkeit und Sauerstoff in
die OLED ,OLED* eindringen. Die Verkapselungs-
schicht SLM kann eine Vielzahl von anorganischen
Schichten und eine Vielzahl von organischen Schich-
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ten beinhalten. Zum Beispiel kann die Verkapse-
lungsschicht SLM eine Vielzahl von Einheitsverkap-
selungsschichten beinhalten, die jeweils eine anor-
ganische Schicht und eine auf der anorganischen
Schicht angeordnete organische Schicht beinhalten.
Zusatzlich kann die anorganische Schicht in dem
obersten Teil der Verkapselungsschicht SLM ange-
ordnet sein. Die anorganische Schicht kann ein Sili-
ziumoxid, ein Siliziumnitrid, ein Siliziumoxynitrid, ein
Aluminiumoxid, ein Titanoxid, ein Zirkoniumoxid
und/oder ein Zinnoxid beinhalten.

[0171] Fig. 7 ist eine Draufsicht, die die aktiven Mus-
ter von Fig. 2 bis 6 veranschaulichen. Fig. 8 ist eine
Draufsicht, die die Abtastleitungen, die Emissionss-
teuerleitungen und die untere Elektrode des Spei-
cherkondensators von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht.
Fig. 9 ist eine Draufsicht, die die Initialisierungsst-
romleitung und die obere Elektrode des Speicher-
kondensators von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht.
Fig. 10 ist eine Draufsicht, die die Datenleitungen,
die Verbindungsleitung, die Hilfsverbindungsleitung
und die erste leitfahige Schicht und das erste Bri-
ckenmuster der Stromleitung von Fig. 2 bis 6 veran-
schaulicht. Fig. 11 ist eine Draufsicht, die die zweite
leitfahige Schicht und das zweite Briickenmuster der
Stromleitung von Fig. 2 bis 6 veranschaulicht.
Fig. 12 ist eine Draufsicht, die die organische licht-
emittierende Diode (OLED) von Fig. 2 bis 6 veran-
schaulicht. Fig. 13 ist eine Draufsicht, die die zweite
leitfahige Schicht und das zweite Briickenmuster der
Stromleitung und der OLED von Fig. 11 und 12. ver-
anschaulicht. In Fig. 7 bis 12 sind der Ubersichtlich-
keit halber Elemente der Pixel in der i-ten Zeile und
der (i+1)ten Zeile in nachfolgenden Figuren veran-
schaulicht.

[0172] GemaR Fig. 2 bis 13 kann das erste bis
siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 auf dem Sub-
strat SUB angeordnet sein. Das erste bis siebte
aktive Muster ACT1 bis ACT7 ist in der gleichen
Schicht angeordnet und kann durch den gleichen
Prozess gebildet sein.

[0173] Das eine Ende des ersten aktiven Musters
ACT1 ist mit der ersten Source-Elektrode SE1 ver-
bunden und das andere Ende ist mit der ersten
Drain-Elektrode DE1 verbunden. Das eine Ende
des zweiten aktiven Musters ACT2 ist mit der zweiten
Source-Elektrode SE2 verbunden und das andere
Ende ist mit der zweiten Drain-Elektrode DE2 ver-
bunden. Das eine Ende des dritten aktiven Musters
ACT3 ist mit der dritten Source-Elektrode SE3 ver-
bunden und das andere Ende ist mit der dritten
Drain-Elektrode DE3 verbunden. Das eine Ende
des vierten aktiven Musters ACT4 ist mit der vierten
Source-Elektrode SE4 verbunden und das andere
Ende ist mit der vierten Drain-Elektrode DE4 verbun-
den. Das eine Ende des flinften aktiven Musters
ACTS5 ist mit der ersten Source-Elektrode SE5 ver-
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bunden und das andere Ende ist mit der flinften
Drain-Elektrode DE5 verbunden. Das eine Ende
des sechsten aktiven Musters ACT6 ist mit der
sechsten Source-Elektrode SE6 verbunden und das
andere Ende ist mit der sechsten Drain-Elektrode
DEG6 verbunden. Das eine Ende des siebten aktiven
Musters ACT7 ist mit der siebten Source-Elektrode
SE7 verbunden und das andere Ende ist mit der sieb-
ten Drain-Elektrode DE7 verbunden.

[0174] Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1, die
Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und die untere
Elektrode LE des Speicherkondensators Cst kdnnen
auf der Gate-Isolierschicht Gl angeordnet sein, die
auf dem ersten bis siebten aktiven Muster ACT1 bis
ACTY7 gebildet ist. Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si
+1, die Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und
die untere Elektrode LE des Speicherkondensators
Cst sind in der gleichen Schicht angeordnet und kon-
nen durch den gleichen Prozess gebildet sein.

[0175] Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1 kénnen
die (i-1)te Abtastleitung Si-1, die i-te Abtastleitung Si
und die (i+1)te Abtastleitung Si+1 beinhalten.

[0176] In der i-ten Zeile ist die erste Gate-Elektrode
GE1 an der unteren Elektrode LE angeordnet und die
vierte Gate-Elektrode GE4 ist an der (i-1)ten Abtast-
leitung Si-1 angeordnet. Die zweite Gate-Elektrode
GE2, die dritte Gate-Elektrode GE3 und die siebte
Gate-Elektrode GE7 koénnen an der i-ten Abtastlei-
tung Si angeordnet sein. Die fiinfte Gate-Elektrode
GE5 und die sechste Gate-Elektrode GE6 kdnnen
an der Emissionssteuerleitung Ei angeordnet sein.

[0177] In der (i+1)ten Zeile ist die erste Gate-Elekt-
rode GE1 an der unteren Elektrode LE angeordnet
und die vierte Gate-Elektrode GE4 ist an der i-ten
Abtastleitung Si angeordnet. Die zweite Gate-Elekt-
rode GE2, die dritte Gate-Elektrode GE3 und die
siebte Gate-Elektrode GE7 kénnen an der (i+1)ten
Abtastleitung Si+1 angeordnet sein. Die flnfte
Gate-Elektrode GE5 und die sechste Gate-Elektrode
GE6 kdnnen an der Emissionssteuerleitung Ei+1
angeordnet sein.

[0178] Die Initialisierungsstromleitung IPL und die
obere Elektrode UE des Speicherkondensators Cst
kénnen auf der ersten Zwischenisolierschicht L1
angeordnet sein, die auf den Abtastleitungen Si-1,
Si und Si+1, den Emissionssteuerleitungen Ei und
Ei+1 und der unteren Elektrode LE des Speicherkon-
densators Cst gebildet ist. Die Initialisierungsstrom-
leitung IPL und die obere Elektrode UE des Spei-
cherkondensators Cst sind in der gleichen Schicht
angeordnet und kdnnen durch den gleichen Prozess
gebildet sein.

[0179] Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und Dj
+4, die erste leitfahige Schicht PL1 der Stromleitung
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PL, die Hilfsverbindungsleitung AUX, die Verbin-
dungsleitung CNL und das erste Brickenmuster
BRP1 kénnen auf der zweiten Zwischenisolierschicht
IL2 angeordnet sein, die auf der Initialisierungsst-
romleitung IPL und der oberen Elektrode UE des
Speicherkondensators Cst gebildet sind. Die Daten-
leitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4, die erste leit-
fahige Schicht PL1 der Stromleitung PL, die Hilfsver-
bindungsleitung AUX, die Verbindungsleitung CNL
und das erste Brickenmuster BRP1 sind in der glei-
chen Schicht angeordnet und kdnnen durch den glei-
chen Prozess gebildet sein.

[0180] Die Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und
Dj+4 koénnen durch das sechste Kontaktloch CH®6,
das durch die Gate-Isolierschicht Gl, die erste Zwi-
schenisolierschicht IL1 und die zweite Zwischeniso-
lierschicht IL2 passiert, mit der zweiten Source-Elekt-
rode SE2 verbunden sein.

[0181] Die erste leitfahige Schicht PL1 kann sich so
erstrecken, dass sie parallel zu mindestens einer der
Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4 und
der Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1 verlauft, zum
Beispiel den Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3
und Dj+4. Die erste leitfahige Schicht PL1 kann mit
der oberen Elektrode UE durch das dritte Kontaki-
loch CH3 und das vierte Kontaktloch CH4 verbunden
sein, die durch die erste leitfahige Schicht PL1 und
die zweite Isolierzwischenschicht IL2 passieren.
Zusatzlich kann die erste leitfahige Schicht PL1
durch das fiinfte Kontaktloch CH5, das durch die
Gate-Isolierschicht GI, die erste Zwischenisolier-
schicht IL1 und die zweite Zwischenisolierschicht
IL2 passiert, mit der fuinften Source-Elektrode SE5
verbunden sein.

[0182] Die Verbindungsleitung CNL kann durch das
erste Kontaktloch CH1, das durch die erste Zwi-
schenisolierschicht IL1 und die zweite Zwischeniso-
lierschicht IL2 passiert, mit der ersten Gate-Elektrode
GE1 verbunden sein. Zusatzlich kann die Verbin-
dungsleitung CNL durch das zweite Kontaktloch
CH2 mit der dritten Drain-Elektrode DE3 und der
vierten Drain-Elektrode DE4 verbunden sein.

[0183] Die Hilfsverbindungsleitung AUX kann durch
das achte Kontaktloch CH8, das durch die zweite
Zwischenisolierschicht IL2 passiert, mit der Initialisie-
rungsstromleitung IPL verbunden sein. Zusatzlich
kann die Hilfsverbindungsleitung AUX durch das
neunte Kontaktloch CH9, das durch die Gate-Isolier-
schicht Gl, die erste Zwischenisolierschicht IL1 und
die zweite Zwischenisolierschicht IL2 passiert, mit
der siebten Drain-Elektrode DE7 verbunden sein.

[0184] Das erste Briickenmuster BRP1 kann durch
das siebte Kontaktloch CH7, das durch die Gate-lso-
lierschicht Gl, die erste Zwischenisolierschicht IL1
und die zweite Zwischenisolierschicht IL2 passiert,
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mit der siebten Drain-Elektrode DE7 und der siebten
Source-Elektrode SE7 verbunden sein.

[0185] Das zweite Brickenmuster BRP2 und die
zweite leitfahige Schicht PL2 kdnnen auf einer dritten
Zwischenisolierschicht IL3 angeordnet sein, die auf
der Datenleitung Dj, der Stromleitung PL, der Hilfs-
verbindungsleitung AUX, der Verbindungsleitung
CNL und dem ersten Brickenmuster BRP1 gebildet
ist. Das zweite Brickenmuster BRP2 und die zweite
leitfahige Schicht PL2 sind in der gleichen Schicht
angeordnet und kénnen durch den gleichen Prozess
gebildet sein.

[0186] Das zweite Briickenmuster BRP2 kann durch
das zehnte Kontaktloch CH10 mit dem ersten Bri-
ckenmuster BRP1 verbunden sein.

[0187] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann eine
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen CL1 und
eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen CL2
beinhalten, die die ersten leitfahigen Leitungen CL1
schneiden.

[0188] Eine der ersten leitfahigen Leitungen CL1
und der zweiten leitfahigen Leitungen CL2, zum Bei-
spiel die ersten leitfahigen Leitungen CL1, kénnen
parallel zu einer der Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2,
Dj+3 und Dj+4 und den Abtastleitungen Si-1, Si und
Si+1 verlaufen. Die ersten leitfahigen Leitungen CL1
Uberlappen die erste leitfahige Schicht PL1 parallel
und konnen durch das 11. Kontaktloch CH11, das
durch die dritte Isolierschicht IL3 passiert, mit der
ersten leitfahigen Schicht PL1 verbunden sein.
Dadurch, dass die Stromleitung PL die erste leitfa-
hige Schicht PL1 und die zweite leitfahige Schicht
PL2 beinhaltet und die erste leitfahige Schicht PL1
und die zweite leitfahige Schicht PL2 elektrisch ver-
bunden sind, ist es mdglich, einen Spannungsabfall
eines durch die Stromleitung PL zugefiihrten Stroms,
zum Beispiel des ersten Stroms ELVDD, zu verhin-
dern.

[0189] Mindestens einige der ersten leitfahigen Lei-
tungen CL1 und der zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 kdénnen sich in einer Richtung schrag zu mindes-
tens einer der Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3
und Dj+4 und den Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1
erstrecken. Zum Beispiel kdnnen die zweiten leitfahi-
gen Leitungen CL2 in einem Zickzack-Muster in einer
Richtung angeordnet sein, die die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 schneidet. Da die zweiten leitfahigen
Leitungen CL2 in einem Zickzack-Muster angeordnet
sind, kdnnen die zweiten leitfahigen Leitungen CL2
die OLEDs ,,OLED" nicht Uberlappen. Zum Beispiel
kénnen die zweiten leitfahigen Leitungen CL2 in
einem Bereich zwischen benachbarten OLEDs
»,LOLED" angeordnet sein.
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[0190] Zum Beispiel kdnnen die zweiten leitfahigen
Leitungen CL2 eine Vielzahl von miteinander verbun-
denen Einheiten von leitfahigen Mustern beinhalten.
Die Einheiten von leitfahigen Mustern kénnen ein
erstes leitfahiges Muster CP1, ein zweites leitfahiges
Muster CP2, ein drittes leitfahiges Muster CP3 und
ein viertes leitfahiges Muster CP4 beinhalten.

[0191] Ein Ende des ersten leitfahigen Musters CP1
kann mit dem zweiten leitfahigen Muster CP2 ver-
bunden sein. Zusatzlich kann mindestens ein Teil
des ersten leitfahigen Musters CP1 eine der ersten
leitfahigen Leitungen CL1 schneiden.

[0192] Ein Ende des zweiten leitfahigen Musters
CP2 ist mit dem einen Ende des ersten leitfahigen
Musters CP1 verbunden und kann sich in einer Rich-
tung schrag zu den ersten leitfahigen Leitungen CL1
erstrecken.

[0193] Das dritte leitfahige Muster CP3 kann sich so
erstrecken, dass es parallel zu dem ersten leitfahigen
Muster CP1 verlauft. Ein Ende des dritten leitfahigen
Musters CP3 ist mit dem anderen Ende des zweiten
leitfahigen Musters CP2 verbunden und das andere
Ende des dritten leitfahigen Musters CP3 kann mit
einem Ende des vierten leitfahigen Musters CP4 ver-
bunden sein. Zusatzlich kann mindestens ein Teil des
dritten leitfahigen Musters CP3 eine andere der ers-
ten leitfahigen Leitungen CL1 schneiden.

[0194] Das andere Ende des vierten leitfahigen
Musters CP4 kann mit dem anderen Ende des ersten
leitfahigen Musters CP1 einer benachbarten Einheit
von leitfahigen Mustern verbunden sein. Dabei kann
sich das vierte leitfahige Muster CP4 in einer Rich-
tung erstrecken, die die erste leitfahige Leitung
CL1, das erste leitfahige Muster CP1, das zweite leit-
fahige Muster CP2 und das dritte leitfahige Muster
CP3 schneidet.

[0195] Wenn die ersten leitfahigen Leitungen CL1
und die zweiten leitfahigen Leitungen CL2 der zwei-
ten leitfahigen Schicht PL2 die OLEDs ,,OLED* tiber-
lappen, kdnnen von der zweiten leitfahigen Schicht
PL2 unter den OLEDs ,OLED" Stufendifferenzen
erzeugt werden. Aufgrund der Stufendifferenzen
sind Oberflachen der OLEDs ,,OLED* nicht gleichma-
Rig und konkav-konvexe Teile kénnen in Teilberei-
chen der OLEDs ,OLED*" gebildet sein. Wenn zum
Beispiel Oberflachen, von denen Lichtkomponenten
emittiert werden, aufgrund der Stufendifferenzen in
den OLEDs ,,OLED" konkav-konvexe Teile haben,
da die Lichtkomponenten von den OLEDs ,OLED*
nicht gleichmafig emittiert werden, kann ein Farbun-
terschied gemal einem Blickwinkel der Darstel-
lungsvorrichtung einschlieBlich der OLEDs ,,OLED*
erzeugt werden.
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[0196] Gemal einem Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann ein Teil der zweiten leitfa-
higen Schicht PL2, zum Beispiel die zweiten leitfahi-
gen Leitungen CL2, in einem Bereich zwischen den
OLEDs ,OLED" angeordnet sein, ohne die OLEDs
,OLED* zu Uberlappen. Daher kann eine Uberlap-
pungsflache zwischen der zweiten leitfahigen
Schicht PL2 und den OLEDs ,OLED* reduziert wer-
den. Wenn die Uberlappungsflache zwischen der
zweiten leitfahigen Schicht PL2 und den OLEDs
~LOLED" reduziert ist, kbnnen die Stufendifferenzen
unter den OLEDs ,,OLED" reduziert werden. Wenn
die Stufendifferenzen reduziert sind, kénnen die kon-
kav-konvexen Teile der Flachen, von denen die Licht-
komponenten emittiert werden, in den OLEDs
-LOLED" reduziert werden. Daher kbénnen die von
den OLEDs erzeugten Lichtkomponenten ,OLED*
entsprechend einer Blickrichtung gleichmaflig emit-
tiert werden. Daher kann der Farbunterschied
gemal dem Blickwinkel der Darstellungsvorrichtung,
die die OLEDs ,OLED* beinhaltet, reduziert werden.

[0197] Die OLEDs ,OLED® kénnen auf einer Schutz-
schicht PSV angeordnet sein, die auf der zweiten leit-
fahigen Schicht PL2 und dem zweiten Brickenmus-
ter BRP2 gebildet ist. Jede der OLEDs ,OLED* kann
eine erste Elektrode AD, die auf der Schutzschicht
PSV gebildet ist, eine Emissionsschicht EML, die
auf der ersten Elektrode AD gebildet ist, und eine
zweite Elektrode CD, die auf der Emissionsschicht
EML gebildet ist, beinhalten.

[0198] Die erste Elektrode AD kann durch das 12.
Kontaktloch CH12, das die Schutzschicht PSV pas-
siert, mit dem zweiten Briickenmuster BRP2 verbun-
den sein.

[0199] Nachfolgend werden, unter Bezugnahme auf
Fig. 14 bis 16, Darstellungsvorrichtungen gemaf
Ausfihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bezugnehmend auf Fig. 14 bis 16 wer-
den die gleichen Elemente wie die von Fig. 1 bis 13
mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und eine
kurze Beschreibung davon wird gegeben. Zusatzlich
konzentriert sich die hierin gegebene Beschreibung
zu Fig. 14 bis 16 hauptsachlich auf andere Elemente
als die von Fig. 1 bis 13 und es versteht sich, dass
angenommen werden kann, dass die hierin nicht
beschriebenen Elemente denen ahnlich sind, die
oben beschrieben sind.

[0200] Fig. 14 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Brickenmuster und eine
OLED einer Darstellungsvorrichtung gemafR einem
Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

[0201] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis 10 und 14 kann
das erste bis siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 auf
dem Substrat SUB angeordnet sein. Das erste bis
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siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 ist in der glei-
chen Schicht angeordnet und kann durch den glei-
chen Prozess gebildet sein.

[0202] Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1, die
Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und die untere
Elektrode LE des Speicherkondensators Cst kdnnen
auf der Gate-Isolierschicht Gl angeordnet sein, die
auf dem ersten bis siebten aktiven Muster ACT1 bis
ACTY7 gebildet ist. Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si
+1, die Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und
die untere Elektrode LE des Speicherkondensators
Cst sind in der gleichen Schicht angeordnet und koén-
nen durch den gleichen Prozess gebildet sein.

[0203] Die Initialisierungsstromleitung IPL und die
obere Elektrode UE des Speicherkondensators Cst
kénnen auf der ersten Zwischenisolierschicht IL1
angeordnet sein, die auf den Abtastleitungen Si-1,
Si und Si+1, den Emissionssteuerleitungen Ei und
Ei+1 und der unteren Elektrode LE des Speicherkon-
densators Cst gebildet ist. Die Initialisierungsstrom-
leitung IPL und die obere Elektrode UE des Spei-
cherkondensators Cst sind in der gleichen Schicht
angeordnet und kénnen durch den gleichen Prozess
gebildet sein.

[0204] Die Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und
Dj+4, die erste leitfahige Schicht PL1 der Stromlei-
tung PL, die Hilfsverbindungsleitung AUX, die Ver-
bindungsleitung CNL und das erste Briickenmuster
BRP1 kénnen auf der zweiten Zwischenisolierschicht
IL2 angeordnet sein, die auf der Initialisierungsst-
romleitung IPL und der oberen Elektrode UE des
Speicherkondensators Cst gebildet sind. Die Daten-
leitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4, die erste leit-
fahige Schicht PL1, die Hilfsverbindungsleitung AUX,
die Verbindungsleitung CNL und das erste Briicken-
muster BRP1 sind in der gleichen Schicht angeord-
net und kénnen durch den gleichen Prozess gebildet
sein.

[0205] Das zweite Brickenmuster BRP2 und die
zweite leitfahige Schicht PL2 kénnen auf der dritten
Zwischenisolierschicht IL3 angeordnet sein, die auf
der Datenleitung Dj, der Stromleitung PL, der Hilfs-
verbindungsleitung AUX, der Verbindungsleitung
CNL und dem ersten Brickenmuster BRP1 gebildet
ist. Das zweite Brickenmuster BRP2 und die zweite
leitfahige Schicht PL2 sind in der gleichen Schicht
angeordnet und kdnnen durch den gleichen Prozess
gebildet sein.

[0206] Das zweite Brickenmuster BRP2 kann durch
das zehnte Kontaktloch CH10 mit dem ersten Bri-
ckenmuster BRP1 verbunden sein.

[0207] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann durch
das 11. Kontaktloch CH11, das durch die dritte Iso-
lierschicht IL3 passiert, mit der ersten leitfahigen
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Schicht PL1 verbunden sein. Dadurch, dass die
Stromleitung PL die erste leitfahige Schicht PL1 und
die zweite leitfahige Schicht PL2 beinhaltet und die
erste leitfahige Schicht PL1 und die zweite leitfahige
Schicht PL2 elektrisch verbunden sind, ist es mog-
lich, einen Spannungsabfall des durch die Stromlei-
tung PL zugefiihrten Stroms, zum Beispiel des ersten
Stroms ELVDD, zu verhindern.

[0208] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann die
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen CL1, die
sich in einer Richtung erstrecken, und die Vielzahl
von zweiten leitfahigen Leitungen CL2, die sich in
einer Richtung erstrecken, die die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 schneidet, beinhalten.

[0209] Die ersten leitfahigen Leitungen CL1 und die
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 kdnnen sich in
einer Richtung schrag zu den Datenleitungen Dj, Dj
+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4 und den Abtastleitungen
Si-1, Si und Si+1 erstrecken. Die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 schneiden einander und kdénnen eine Vielzahl
von Bereichen bilden. Die OLEDs ,OLED* kénnen
jeweils in den Bereichen angeordnet sein, die durch
Schneiden der ersten leitfahigen Leitungen CL1 und
der zweiten leitfahigen Leitungen CL2 gebildet sind.
Zum Beispiel Uberlappen die ersten leitfahigen Lei-
tungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 nicht die OLEDs ,OLED" und kénnen in einem
Bereich zwischen benachbarten OLEDs ,OLED*
angeordnet sein.

[0210] Da die ersten leitfahigen Leitungen CL1 und
die zweiten leitfahigen Leitungen CL2 in dem Bereich
zwischen den benachbarten OLEDs ,OLED* ange-
ordnet sind, kdnnen die Stufendifferenzen unter den
OLEDs ,OLED* von der Stromleitung PL reduziert
werden. Wenn die Stufendifferenzen unter den
OLEDs ,OLED* reduziert sind, kdnnen die konkav-
konvexen Teile der Flachen, von denen die Lichtkom-
ponenten emittiert werden, in den OLEDs ,,OLED"
reduziert werden. Wenn die konkav-konvexen Teile
der Oberflachen, von denen die Lichtkomponenten
emittiert werden, in den OLEDs ,OLED® reduziert
sind, kénnen die von den OLEDs ,,OLED" erzeugten
Lichtkomponenten gemal einer Richtung gleichma-
Rig emittiert werden. Daher kann der Farbunter-
schied gemaf dem Blickwinkel der Darstellungsvor-
richtung, die die OLEDs ,OLED* beinhaltet, reduziert
werden.

[0211] Die OLEDs ,OLED" kénnen auf der Schutz-
schicht PSV angeordnet sein, die auf der zweiten leit-
fahigen Schicht PL2 und dem zweiten Briickenmus-
ter BRP2 gebildet ist. Jede der OLEDs ,OLED" kann
die erste Elektrode AD, die auf der Schutzschicht
PSV gebildet ist, die Emissionsschicht EML, die auf
der ersten Elektrode AD gebildet ist, und die zweite
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Elektrode CD, die auf der Emissionsschicht EML
gebildet ist, beinhalten.

[0212] Die erste Elektrode AD kann durch das 12.
Kontaktloch CH12, das die Schutzschicht PSV pas-
siert, mit dem zweiten Briickenmuster BRP2 verbun-
den sein.

[0213] Fig. 15 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Briickenmuster und eine
OLED einer Darstellungsvorrichtung gemafy einem
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

[0214] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis 10 und 15 kann
das erste bis siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 auf
dem Substrat SUB angeordnet sein. Das erste bis
siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 ist in der glei-
chen Schicht angeordnet und kann durch den glei-
chen Prozess gebildet sein.

[0215] Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1, die
Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und die untere
Elektrode LE des Speicherkondensators Cst konnen
auf der Gate-Isolierschicht Gl angeordnet sein, die
auf dem ersten bis siebten aktiven Muster ACT1 bis
ACTY7 gebildet ist.

[0216] Die Initialisierungsstromleitung IPL und die
obere Elektrode UE des Speicherkondensators Cst
kénnen auf der ersten Zwischenisolierschicht IL1
angeordnet sein, die auf den Abtastleitungen Si-1,
Si und Si+1, den Emissionssteuerleitungen Ei und
Ei+1 und der unteren Elektrode LE des Speicherkon-
densators Cst gebildet ist.

[0217] Die Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und
Dj+4, die erste leitfahige Schicht PL1 der Stromlei-
tung PL, die Hilfsverbindungsleitung AUX, die Ver-
bindungsleitung CNL und das erste Brickenmuster
BRP1 kénnen auf der zweiten Zwischenisolierschicht
IL2 angeordnet sein, die auf der Initialisierungsst-
romleitung IPL und der oberen Elektrode UE des
Speicherkondensators Cst gebildet sind.

[0218] Das zweite Brickenmuster BRP2 und die
zweite leitfahige Schicht PL2 kdnnen auf der dritten
Zwischenisolierschicht IL3 angeordnet sein, die auf
der Datenleitung Dj, der Stromleitung PL, der Hilfs-
verbindungsleitung AUX, der Verbindungsleitung
CNL und dem ersten Brickenmuster BRP1 gebildet
ist.

[0219] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann durch
das 11. Kontaktloch CH11, das durch die dritte Iso-
lierschicht IL3 passiert, mit der ersten leitfahigen
Schicht PL1 verbunden sein.

[0220] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann die
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen CL1, die
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sich in einer Richtung erstrecken, und die Vielzahl
von zweiten leitfahigen Leitungen CL2, die sich in
einer Richtung erstrecken, die die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 schneidet, beinhalten.

[0221] Die ersten leitfahigen Leitungen CL1 und die
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 kdénnen sich in
einer Richtung schrag zu den Datenleitungen Dj, Dj
+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4 und den Abtastleitungen
Si-1, Si und Si+1 erstrecken. Die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 schneiden einander und kénnen eine Vielzahl
von Bereichen bilden.

[0222] Die OLEDs ,OLED*“ kénnen jeweils in den
Bereichen angeordnet sein, die durch Schneiden
der ersten leitfahigen Leitungen CL1 und der zweiten
leitfahigen Leitungen CL2 gebildet sind. Mindestens
einige der OLEDs ,,OLED* kdnnen mindestens eine
der ersten leitfahigen Leitungen CL1 und der zweiten
leitfahigen Leitungen CL2 Uberlappen.

[0223] Zum Beispiel Uberlappt die Mehrheit der
OLEDs ,OLED nicht die ersten leitfahigen Leitungen
CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen CL2. Den-
noch kénnen einige der OLEDs ,OLED® mindestens
eine der ersten leitfahigen Leitungen CL1 und der
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 Uberlappen. Zum
Beispiel kdbnnen mindestens einige von Kanten der
teilweisen OLEDs ,OLED" mindestens eine der ers-
ten leitfahigen Leitungen CL1 und der zweiten leitfa-
higen Leitungen CL2 Uberlappen.

[0224] Ein Bereich, in dem einige der Kanten der
OLEDs ,OLED® die ersten leitfahigen Leitungen
CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen CL2 (iber-
lappen, kann kleiner sein als ein Uberlappungsbe-
reich in einem Fall, in dem die ersten leitfahigen Lei-
tungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 die OLEDs ,OLED" passieren. Daher kénnen
die Stufendifferenzen unter den OLEDs ,OLED*
durch die Stromleitung PL reduziert sein. Wenn die
Stufendifferenzen unter den OLEDs ,OLED* redu-
ziert sind, kdnnen die konkav-konvexen Teile der Fla-
chen, von denen die Lichtkomponenten emittiert wer-
den, in den OLEDs ,,OLED* reduziert werden. Wenn
die konkav-konvexen Teile der Oberflachen, von
denen die Lichtkomponenten emittiert werden, in
den OLEDs ,OLED" reduziert sind, kbnnen die von
den OLEDs ,OLED" erzeugten Lichtkomponenten
gemal einer Richtung gleichmafig emittiert werden.
Daher kann der Farbunterschied gemat dem Blick-
winkel der Darstellungsvorrichtung, die die OLEDs
,OLED" beinhaltet, reduziert werden.

[0225] Die OLEDs ,OLED" kdnnen auf der Schutz-
schicht PSV angeordnet sein, die auf der zweiten leit-
fahigen Schicht PL2 und dem zweiten Brickenmus-
ter BRP2 gebildet ist. Jede der OLEDs ,OLED" kann
die erste Elektrode AD, die auf der Schutzschicht
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PSV gebildet ist, die Emissionsschicht EML, die auf
der ersten Elektrode AD gebildet ist, und die zweite
Elektrode CD, die auf der Emissionsschicht EML
gebildet ist, beinhalten.

[0226] Einige der Kanten der teilweisen OLEDs
,LOLED" Uberlappen mindestens eine der ersten leit-
fahigen Leitungen CL1 und der zweiten leitfahigen
Leitungen CL2, um zu verhindern, dass die ersten
leitfahigen Leitungen CL1 und die zweiten leitfahigen
Leitungen CL2 so angeordnet sind, dass sie zu dem
zweiten Briuckenmuster BRP2 benachbart sind.
Wenn die ersten leitfahigen Leitungen CL1 und die
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 so angeordnet
sind, dass sie zu dem zweiten Brickenmuster
BRP2 benachbart sind, kdnnen die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 von dem zweiten Brickenmuster BRP2 kurzge-
schlossen werden.

[0227] Fig. 16 ist eine Draufsicht, die eine zweite
Stromleitung, ein zweites Briickenmuster und eine
OLED einer Darstellungsvorrichtung gemafy einem
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

[0228] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis 10 und 16 kann
das erste bis siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 auf
dem Substrat SUB angeordnet sein. Das erste bis
siebte aktive Muster ACT1 bis ACT7 ist in der glei-
chen Schicht angeordnet und kann durch den glei-
chen Prozess gebildet sein.

[0229] Die Abtastleitungen Si-1, Si und Si+1, die
Emissionssteuerleitungen Ei und Ei+1 und die untere
Elektrode LE des Speicherkondensators Cst kdnnen
auf der Gate-Isolierschicht Gl angeordnet sein, die
auf dem ersten bis siebten aktiven Muster ACT1 bis
ACTY7 gebildet ist.

[0230] Die Initialisierungsstromleitung IPL und die
obere Elektrode UE des Speicherkondensators Cst
kénnen auf der ersten Zwischenisolierschicht IL1
angeordnet sein, die auf den Abtastleitungen Si-1,
Si und Si+1, den Emissionssteuerleitungen Ei und
Ei+1 und der unteren Elektrode LE des Speicherkon-
densators Cst gebildet ist.

[0231] Die Datenleitungen Dj, Dj+1, Dj+2, Dj+3 und
Dj+4, die erste leitfahige Schicht PL1 der Stromlei-
tung PL, die Hilfsverbindungsleitung AUX, die Ver-
bindungsleitung CNL und das erste Brickenmuster
BRP1 kénnen auf der zweiten Zwischenisolierschicht
IL2 angeordnet sein, die auf der Initialisierungsst-
romleitung IPL und der oberen Elektrode UE des
Speicherkondensators Cst gebildet sind.

[0232] Das zweite Brickenmuster BRP2 und die
zweite leitfahige Schicht PL2 kdnnen auf der dritten
Zwischenisolierschicht IL3 angeordnet sein, die auf
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der Datenleitung Dj, der Stromleitung PL, der Hilfs-
verbindungsleitung AUX, der Verbindungsleitung
CNL und dem ersten Brickenmuster BRP1 gebildet
ist.

[0233] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann durch
das 11. Kontaktloch CH11, das durch die dritte Iso-
lierschicht IL3 passiert, mit der ersten leitfahigen
Schicht PL1 verbunden sein.

[0234] Die zweite leitfahige Schicht PL2 kann die
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen CL1, die
sich in einer Richtung erstrecken, und die Vielzahl
von zweiten leitfahigen Leitungen CL2, die sich in
einer Richtung erstrecken, die die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 schneidet, beinhalten.

[0235] Die ersten leitfahigen Leitungen CL1 und die
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 kdnnen sich in
einer Richtung schrag zu den Datenleitungen Dj, Dj
+1, Dj+2, Dj+3 und Dj+4 und den Abtastleitungen
Si-1, Si und Si+1 erstrecken. Die ersten leitfahigen
Leitungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 schneiden einander und kénnen eine Vielzahl
von Bereichen bilden. Die OLEDs ,OLED* kénnen
in den Bereichen angeordnet sein, die durch Schnei-
den der ersten leitfahigen Leitungen CL1 und der
zweiten leitfahigen Leitungen CL2 gebildet sind.
Zum Beispiel Uberlappen die ersten leitfahigen Lei-
tungen CL1 und die zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 nicht die OLEDs ,OLED* und kénnen in dem
Bereich zwischen den benachbarten OLEDs
,LOLED" angeordnet sein.

[0236] Eine oder mehrere der ersten leitfahigen Lei-
tungen CL1 oder der zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 werden entfernt, sodass mindestens zwei
OLEDs ,OLED" in den Bereichen angeordnet sein
koénnen, die durch Schneiden der ersten leitfahigen
Leitungen CL1 und der zweiten leitfahigen Leitungen
CL2 gebildet sind.

[0237] Die OLEDs ,OLED" kénnen auf der Schutz-
schicht PSV angeordnet sein, die auf der zweiten leit-
fahigen Schicht PL2 und dem zweiten Brickenmus-
ter BRP2 gebildet ist. Jede der OLEDs ,OLED" kann
die erste Elektrode AD, die auf der Schutzschicht
PSV gebildet ist, die Emissionsschicht EML, die auf
der ersten Elektrode AD gebildet ist, und die zweite
Elektrode CD, die auf der Emissionsschicht EML
gebildet ist, beinhalten.

[0238] Ausfuhrungsformen der Erfindung kdnnen
eine Darstellungsvorrichtung bereitstellen, die Fol-
gendes umfasst: ein Substrat, das einen Pixelbe-
reich und einen peripheren Bereich beinhaltet; eine
Vielzahl von Pixeln, die in dem Pixelbereich des Sub-
strats angeordnet sind, wobei jedes der Vielzahl von
Pixeln ein lichtemittierendes Element beinhaltet;
Datenleitungen und Abtastleitungen, die mit jedem
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der Vielzahl von Pixeln verbunden sind; und eine
Stromleitungsanordnung, die so konfiguriert ist,
dass sie der Vielzahl von Pixeln Strom zuflhrt,
wobei die Stromleitungsanordnung Folgendes
umfasst: eine Vielzahl von ersten leitfahigen Leitun-
gen; und eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitun-
gen, die die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
schneidet, wobei die Vielzahl von zweiten leitfahigen
Leitungen jeweils in einem Bereich zwischen
benachbarten lichtemittierenden Elementen der Viel-
zahl von Pixeln angeordnet sind, wobei sich dabei
mindestens einige Abschnitte der Vielzahl von zwei-
ten leitfahigen Leitungen in einer Richtung schrag zu
einer Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder
der Abtastleitungen erstrecken. Somit kann sich bei
einigen Ausfiihrungsformen die Vielzahl von zweiten
leitfahigen Leitungen in einer Richtung schrag zu
einer Erstreckungsrichtung der Datenleitungen
erstrecken und bei anderen Ausfihrungsformen
kann sich die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitun-
gen in einer Richtung schrag zu einer Erstreckungs-
richtung der Abtastleitungen erstrecken.

[0239] Die ersten leitfahigen Leitungen und die
zweiten leitfdhigen Leitungen konnen in einer
Schicht der Stromleitungsanordnung angeordnet
sein. Die Stromleitungsanordnung kann andere leit-
fahige Leitungsabschnitte auf einer anderen Schicht
umfassen. Zum Beispiel kann die Stromleitungsan-
ordnung eine erste leitfahige Schicht und eine zweite
leitfahige Schicht (z. B. umfassend die ersten leitfa-
higen Leitungen und die zweiten leitfahigen Leitun-
gen) umfassen, die durch eine Isolierschicht sepa-
riert und durch ein oder mehrere Kontaktlécher in
der Isolierschicht verbunden sind.

[0240] Die lichtemittierenden Elemente der Vielzahl
von Pixeln kénnen jeweils eine erste Elektrode, eine
zweite Elektrode und eine Emissionsschicht umfas-
sen, die zwischen der ersten Elektrode und der zwei-
ten Elektrode angeordnet ist. Die Stromleitungsan-
ordnung kann so angeordnet sein, dass sie der
ersten Elektrode jedes Pixels Strom zufihrt.

[0241] Die zweiten leitfahigen Leitungen kénnen so
angeordnet sein, dass sie Abschnitte der Emissions-
schicht umgeben. Die Emissionsschicht jedes Pixels
kann in einem Bereich angeordnet sein, der von
schneidenden ersten leitfahigen Leitungen und zwei-
ten leitfahigen Leitungen umgeben ist.

[0242] Die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
kénnen sich in einer Richtung schrag zu einer Erstre-
ckungsrichtung der Datenleitungen oder einer
Erstreckungsrichtung der Abtastleitungen erstre-
cken. Die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
kdénnen in einem Bereich zwischen den benachbar-
ten lichtemittierenden Elementen der Vielzahl von
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Pixeln angeordnet sein und die lichtemittierenden
Elemente der Vielzahl von Pixeln kénnen in einem
Bereich angeordnet sein, der von der Vielzahl von
ersten leitfahigen Leitungen und der Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen gebildet ist. Somit kon-
nen die lichtemittierenden Elemente zwischen der
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen und der
Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen angeord-
net sein.

[0243] In einigen Ausflihrungsformen sind mindes-
tens zwei lichtemittierende Elemente der Vielzahl
von Pixeln in einem Bereich angeordnet, der durch
die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen und
die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen gebil-
det ist.

[0244] Somit kdbnnen mindestens zwei lichtemittie-
rende Elemente in einem Paar zwischen der Vielzahl
von ersten leitfahigen Leitungen und der Vielzahl von
zweiten leitfahigen Leitungen angeordnet sein.

[0245] In einigen Ausfiihrungsformen sind Kanten
von mindestens einigen der lichtemittierenden Ele-
mente der Vielzahl von Pixeln so angeordnet, dass
sie die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
oder die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
Uberlappen.

[0246] Ausflhrungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung wurden hierin beschrieben und es versteht
sich fiir den Fachmann, dass verschiedene Anderun-
gen in Form und Details vorgenommen werden kon-
nen, ohne von dem Anwendungsbereich der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen.

Schutzanspriiche

1. Darstellungsvorrichtung,
durch:
ein Substrat (SUB), das einen Pixelbereich (PXA)
und einen peripheren Bereich (PPA) beinhaltet;
eine Vielzahl von Pixeln (PXL), die in dem Pixelbe-
reich (PXA) des Substrats (SUB) angeordnet ist,
wobei jedes der Vielzahl von Pixeln (PXL) ein licht-
emittierendes Element beinhaltet;
Datenleitungen und Abtastleitungen, die mit jedem
der Vielzahl von Pixeln (PXL) elektrisch verbunden
sind; und
eine Stromleitungsanordnung (PL), die so konfigu-
riert ist, dass sie der Vielzahl von Pixeln (PXL)
Strom zufuihrt, wobei die Stromleitungsanordnung
durch eine zweite leitfahige Schicht (PL2) gekenn-
zeichnet ist,
wobei die zweite leitfahige Schicht (PL2) der Strom-
leitungsanordnung durch Folgendes gekennzeich-
net ist:
eine Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1);
und
eine Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen

gekennzeichnet
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(CL2), die die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitun-
gen (CL1) schneidet, wobei die Vielzahl von zweiten
leitfahigen Leitungen (CL2) jeweils in einem Bereich
zwischen benachbarten lichtemittierenden Elemen-
ten der Vielzahl von Pixeln (PXL) angeordnet ist,
ohne Anoden der lichtemittierenden Elemente zu
Uberlappen, und

wobei sich mindestens einige Abschnitte der Viel-
zahl von zweiten leitfahigen Leitungen in einer Rich-
tung schrdg zu einer Erstreckungsrichtung der
Datenleitungen oder der Abtastleitungen erstrecken;
wobei die ersten leitfahigen Leitungen (CL1) und die
zweiten leitfahigen Leitungen (CL2) elektrisch mitei-
nander verbunden sind,

wobei die zweite leitfahige Schicht (PL2) einen Netz-
verlauf hat und

dadurch gekennzeichnet, dass

sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
(CL1) in einer Richtung parallel zu der Erstreckungs-
richtung der Datenleitungen erstreckt; oder

sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
(CL1) und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Lei-
tungen (CL2) in einer Richtung schrdg zu einer
Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder
einer Erstreckungsrichtung der Abtastleitungen
erstrecken.

2. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
1, wobei die Stromleitungsanordnung ferner durch
eine erste leitfahige Schicht (PL1) gekennzeichnet
ist, die die zweite leitfahige Schicht (PL2) tberlappt.

3. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
1, wobei sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Lei-
tungen (CL1) in der Richtung parallel zu der Erstre-
ckungsrichtung der Datenleitungen erstreckt; und
wobei die Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen
(CL2) jeweils durch eine Vielzahl von Einheiten von
leitfahigen Mustern gekennzeichnet ist, die mitei-
nander verbunden sind.

4. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
3, wobei die Vielzahl von Einheiten von leitfahigen
Mustern jeweils durch Folgendes gekennzeichnet
ist:
ein erstes leitfahiges Muster, das eine der Vielzahl
von ersten leitfahigen Leitungen (CL1) schneidet;
ein zweites leitfahiges Muster, das sich in einer
Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1)
erstreckt und ein Ende davon hat, das mit einem
Ende des ersten leitfahigen Musters verbunden ist;
ein drittes leitfahiges Muster, das ein Ende davon
hat, das mit dem anderen Ende des zweiten leitfahi-
gen Musters verbunden ist; und
ein viertes leitfahiges Muster, das ein Ende, das mit
dem anderen Ende des dritten leitfahigen Musters
verbunden ist, und das andere Ende davon hat,
das mit dem anderen Ende eines ersten leitfahigen
Musters einer benachbarten Einheit von leitfahigen
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Mustern verbunden ist;

wobei sich optional das dritte leitfahige Muster paral-
lel zu dem ersten leitfahigen Muster erstreckt;
wobei sich optional das vierte leitfahige Muster in
einer Richtung erstreckt, die die Vielzahl von ersten
leitfahigen Leitungen (CL1), das erste leitfahige
Muster, das zweite leitfahige Muster und das dritte
leitfahige Muster schneidet.

5. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
2, wobei sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Lei-
tungen (CL1) und die Vielzahl von zweiten leitfahi-
gen Leitungen (CL2) in der Richtung schrag zu einer
Erstreckungsrichtung der Datenleitungen oder einer
Erstreckungsrichtung der Abtastleitungen erstre-
cken;
wobei die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitungen
(CL1) und die Vielzahl von zweiten leitfahigen Lei-
tungen (CL2) in einem Bereich zwischen den
benachbarten lichtemittierenden Elementen der
Vielzahl von Pixeln (PXL) angeordnet sind und
wobei die lichtemittierenden Elemente der Vielzahl
von Pixeln (PXL) in einem Bereich angeordnet
sind, der von der Vielzahl von ersten leitfahigen Lei-
tungen (CL1) und der Vielzahl von zweiten leitfahi-
gen Leitungen (CL2) gebildet ist;
wobei optional mindestens zwei lichtemittierende
Elemente der Vielzahl von Pixeln (PXL) in einem
Bereich angeordnet sind, der durch die Vielzahl
von ersten leitfahigen Leitungen (CL1) und die Viel-
zahl von zweiten leitfahigen Leitungen (CL2) gebil-
det ist;
wobei optional die Kanten von mindestens einigen
der lichtemittierenden Elemente der Vielzahl von
Pixeln (PXL) so angeordnet sind, dass sie die Viel-
zahl von ersten leitfahigen Leitungen (CL1) oder die
Vielzahl von zweiten leitfahigen Leitungen (CL2)
Uberlappen.

6. Darstellungsvorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 5,
wobei jedes der Vielzahl von Pixeln (PXL) mindes-
tens durch einen Transistor gekennzeichnet ist und
wobei der Transistor durch Folgendes gekennzeich-
net ist:
ein aktives Muster, das auf dem Substrat (SUB)
angeordnet ist;
eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode, die
mit dem aktiven Muster verbunden sind;
eine Gate-Elektrode, die auf dem aktiven Muster
angeordnet ist, mit einer dazwischen positionierten
Gate-Isolierschicht; und
eine Zwischenisolierschicht, die die Gate-Elektrode
bedeckt und eine erste Zwischenisolierschicht (IL1),
eine zweite Zwischenisolierschicht (IL2) und eine
dritte  Zwischenisolierschicht (IL3) beinhaltet, die
nacheinander laminiert sind;
wobei optional jedes der Vielzahl von Pixeln (PXL)
ferner durch einen Speicherkondensator gekenn-
zeichnet ist und wobei der Speicherkondensator
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durch eine untere Elektrode, die in derselben
Schicht wie die Gate-Elektrode angeordnet ist, und
eine obere Elektrode, die auf der ersten Zwischen-
isolierschicht (IL1) angeordnet ist, gekennzeichnet
ist;
optional ferner gekennzeichnet durch eine parallel
zu der Datenleitung erstreckende und auf der zwei-
ten Zwischenisolierschicht (IL2) angeordnete leitfa-
hige Schicht, wobei die Stromleitungsanordnung
auf der dritten Zwischenisolierschicht (IL3) angeord-
net ist und durch ein Kontaktloch, das durch die
dritte Zwischenisolierschicht (IL3) passiert, mit der
leitfahigen Schicht verbunden ist.

7. Darstellungsvorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 6,
wobei die lichtemittierenden Elemente der Vielzahl
von Pixeln (PXL) jeweils durch eine erste Elektrode,
eine zweite Elektrode und eine zwischen der ersten
Elektrode und der zweiten Elektrode angeordnete
Emissionsschicht gekennzeichnet ist und
wobei die Stromleitungsanordnung elektrisch mit der
ersten Elektrode verbunden ist und wobei die Dar-
stellungsvorrichtung so konfiguriert ist, dass sie der
ersten Elektrode eine Spannung zufiihrt, die hoher
als eine der zweiten Elektrode zugefiihrte Spannung
ist.

8. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
2,
wobei sich die Vielzahl von ersten leitfahigen Leitun-
gen (CL1) in der Richtung parallel zu der Erstre-
ckungsrichtung der Datenleitungen erstreckt,
wobei jedes der Vielzahl von Pixeln (PXL) mindes-
tens einen Transistor und ein lichtemittierendes Ele-
ment beinhaltet, das mit dem Transistor verbunden
ist;
wobei der Transistor durch Folgendes gekennzeich-
net ist:
ein aktives Muster, das auf dem Substrat (SUB)
angeordnet ist;
eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode, die
mit dem aktiven Muster verbunden sind;
die Gate-Elektrode, die auf dem aktiven Muster
angeordnet ist, mit einer dazwischen positionierten
Gate-Isolierschicht; und
eine Zwischenisolierschicht, die die Gate-Elektrode
bedeckt und eine erste Zwischenisolierschicht (IL1),
eine zweite Zwischenisolierschicht (IL2) und eine
dritte Zwischenisolierschicht (IL3) beinhaltet, die
nacheinander laminiert sind,
wobei sich die erste leitfahige Schicht (PL1) parallel
zu den Datenleitungen erstreckt und auf der zweiten
Zwischenisolierschicht (IL2) angeordnet ist; und
wobei die zweite leitfahige Schicht (PL2) auf der drit-
ten Zwischenisolierschicht (IL3) angeordnet ist und
durch ein Kontaktloch, das durch die dritte Zwi-
schenisolierschicht (IL3) passiert, mit der ersten leit-
fahigen Schicht (PL1) verbunden ist,
wobei sich die zweiten leitfahigen Leitungen (CL2) in

2025.07.03

einer Richtung senkrecht zu der Erstreckungsrich-
tung der Datenleitungen erstrecken und ein Zick-
zack-Muster beinhalten und

wobei sich mindestens eine der Vielzahl von zweiten
leitfahigen Leitungen (CL2) in einer Richtung schrag
zu einer Erstreckungsrichtung der Datenleitungen
oder der Abtastleitungen erstreckt.

9. Darstellungsvorrichtung nach Schutzanspruch
8,
wobei jedes der Vielzahl von Pixeln (PXL) ferner
durch einen Speicherkondensator gekennzeichnet
ist und
wobei der Speicherkondensator durch eine untere
Elektrode gekennzeichnet ist, die in einer gleichen
Schicht wie die Gate-Elektrode angeordnet ist, und
eine obere Elektrode auf der ersten Zwischenisolier-
schicht (IL1) angeordnet ist.

10. Darstellungsvorrichtung nach  Schutzan-
spruch 9, wobei sich die ersten leitfahigen Leitungen
(CL1) in einer Richtung parallel zu einer Erstre-
ckungsrichtung der Datenleitungen oder der Abtast-
leitungen erstrecken.

11. Darstellungsvorrichtung nach  Schutzan-
spruch 10,
wobei die zweiten leitfahigen Leitungen durch eine
Vielzahl von miteinander verbundenen Einheiten
von leitfahigen Mustern gekennzeichnet sind,
wobei jede der Vielzahl von Einheiten von leitfahi-
gen Mustern durch Folgendes gekennzeichnet ist:
ein erstes leitfahiges Muster, das eine der ersten
leitfahigen Leitungen (CL1) schneidet;
ein zweites leitfahiges Muster, das sich in einer
Richtung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
ersten leitfahigen Leitung erstreckt und ein Ende
davon hat, das mit einem Ende des ersten leitfahi-
gen Musters verbunden ist;
ein drittes leitfahiges Muster, das ein Ende davon
hat, das mit dem anderen Ende des zweiten leitfahi-
gen Musters verbunden ist; und
ein viertes leitfahiges Muster, das ein Ende, das mit
dem anderen Ende des dritten leitfahigen Musters
verbunden ist, und das andere Ende davon hat,
das mit dem anderen Ende eines ersten leitfahigen
Musters einer benachbarten Einheit von leitfahigen
Mustern der Vielfalt von leitfahigen Mustern verbun-
den ist;
wobei sich optional das dritte leitfahige Muster paral-
lel zu dem ersten leitfahigen Muster erstreckt und
wobei sich das vierte leitfahige Muster in einer Rich-
tung erstreckt, die die erste leitfahige Leitung, das
erste leitfahige Muster, das zweite leitfahige Muster
und das dritte leitfahige Muster schneidet.

12. Darstellungsvorrichtung nach  Schutzan-
spruch 9, wobei sich die ersten leitfahigen Leitungen
und die zweiten leitfahigen Leitungen in einer Rich-
tung schrag zu einer Erstreckungsrichtung der
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Datenleitungen oder der Abtastleitungen erstrecken.
wobei optional die ersten leitfahigen Leitungen
(CL1) und die zweiten leitfahigen Leitungen (CL2)
in einem Bereich zwischen den benachbarten licht-
emittierenden Elementen angeordnet sind und
wobei die lichtemittierenden Elemente in einem
Bereich angeordnet sind, der von den ersten leitfa-
higen Leitungen (CL1) und den zweiten leitfahigen
Leitungen (CL2) gebildet ist;

wobei optional mindestens zwei lichtemittierende
Elemente der Vielzahl von Pixeln (PXL) in einem
Bereich angeordnet sind, der durch die ersten leit-
fahigen Leitungen (CL1) und die zweiten leitfahigen
Leitungen (CL2) gebildet ist

wobei optional Kanten von mindestens einigen der
lichtemittierenden Elemente der Vielzahl von Pixeln
(PXL) so angeordnet sind, dass sie die ersten leit-
fahigen Leitungen (CL1) Uberlappen.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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